


















































































































































































































































































































































CQV 98 · CQV 99 

RG= 50Q 

Ip 
-r=o.01 

'p=10µs 

7614 6 5 Tlk 

MeBschaltung fLlr: 
Test circuit for: 1r- 1f 

t 

PrUfling 
Specimen --

+ 45V 

PIN-Fotodiode 

Kanai II 
l/ 

50Q 

Oscilloscope 

RL:!:1MJl 

CL:5 20pF 

75 17 8 9 

IF 

t-1 ..... 

.. 

Ip--
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t gm~~~,~·'"@' 
IF l__l :I 

H-t--t-- ~ = 0,001 r-+-+-+-1.P'~k<"-+-+-+-1-1 
tp=0,1ms ~ 

1 1=F1=f:J '•mb 25 ·c 
A l=t=l=R 

0,001 
0 2 3 v 

u,----
F 

o• 10° 

t 
le rel 

1,0 

0,8 

0.2 0 

CQV 98 · CQV 99 

1,0 +-!----+-_,_+-1~~_,_-l--'--'---+---l--'-'----' 

1\ 

0,4 f--lf-+-+--f-+-lf-----+-+--+-+-f-----+-+--+--! 

-30 0 30 

o• 

60 9o•c 
1case-

t CQY 99 --+---1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 0 
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CQY 98 · CQY 99 
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V135PL·V136PL 

Galliumarsenidphosphid-Lumineszenzdioden 
GaAsP Red Light Emitting Diodes 

Anwendung: Rotleuchtende Diode fOr allgemeine Anzeigezwecke 

Application: Red light emitting diode for general indicating purposes 

Besondere Merkmale: 

• Kunststoffgehiiuse 

• Axiale Anschlusse 

• Anschlusse fOr ,,wire-wrap"-Verbindungen 
geeignet 

• Hohere Lebensdauererwartung als 
GI uh lam pen 

• Erschutterungsunempfindlich 

• TTL-kompatibel 

Features: 

• Plastic case 

• Axial terminals 

• Suitable for wire-wrap connections 

• Long life compared with filament lamps 

• Vibration resistant 

• TTL-compatible 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor · Accessories 

MontagehUlse 
Mounting clip 

Haltering 
Retainer ring 

A 

B 2/V.2.346/0474A2 

Best.-Nr. 562136 

Best.-Nr. 562135 

0,65 

~ -.------~~-2,54 

'! I 

3,2L 1,5 

8,6 -----~---- 23 

Abstrahlwinkel 
Angle of half intensity 

V 135 PL a = 30° 
V 136PL a= 55° 

Spezialgehiiuse 
Special case 

V 135PL 
V 136 PL 

Kunststoff weiB, klar 
Kunststoff weiB, matt 

Gewicht · Weight 
max. 0,4g 
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V 135PL · V 136PL 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung UR 5 v 
Reverse voltage 

DurehlaBstrom 
Forward current 

IF 50 mA 

StoBdurehlaBstrom 
Forward surge current 

Ip S: 10 µs IFSM 1,0 A 
Verlustleistung 
Power dissipation 

lamb s; 25oc Pv 100 mW 

Sperrsehiehttemperatur Ii 100 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 1stg -25 ... +100 oc 
Storage temperature range 

Maximal zulii.ssige Liittemperatur 
Soldering temperature, maximal 

Is; 3 5 

Abstand vom Gehause 2 2 mm 1sd 245 oc 
Distance to the case 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 

Thermal resistance 

Sperrsehieht-Umgebung RthJA 250 °C/W 
Junction ambient 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25oc 

Liehtstii.rke 
Luminous intensity 

/F=20mA V 136 PL Iv*) 0,8 1,6 med 
V 135 PL Iv*) 1,5 3,0 med 

Wellenlii.nge der maximalen Emission ;.P 660 nm 
Peak wavelength emission 

Spektrale Halbwertsbreite L1;. 20 nm 
Spectral half bandwidth 

DurehlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 20mA UF*) 1,6 2,0 v 
Durehbruchspannung 
Breakdown voltage 

/R = 100µA U(BR)*) 5 v 
Sperrsehiehtkapazitii.t 
Junction capacitance 

U = OJ = 500 kHz Ci 130 pF 

*) AOL= 0,65% 
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t ~-~-=--:i::i=:f=:i::i==l=:i::i=~,.~,.~·•~m~ 
/F t-+-+-+-+-+-+-+-+-+-....t.-t.7'-+-+-+-1 

IL y 
200+-+-+--t-1r-+-,17--+-1r-+--+-t-+-+-1 

mA vr 
1ooa=1=~~=t=:J::::t:~t=l::E~ 

t--+--+-+-;.o-+- I 
1--+-l-+--*'-+- f . 0.01 -+-l-+-+-+-l 

50 i '• . 110 .. +-+-+-+-+-l 

20+-4-+-___,l-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-l 

5+-+-lf-+-+-+--+-t-+-+-+-+--+-+-+~ 

1,5 2 

t 
76 1909 

2,0 

1,5 
d -t... 

l"'1 N 
IL! 

{" 
1,0 

0•510 20 

1 •• 
1vn ""lv=20mA=f(/FMJ 

/FAV"' 20 mA =konstant 

-11fr J_ J_ J_JJ_ 

J[ 
50 100 200 500 mA 

1FM-

2,0 1,0 0:4 Q2 0,1 0,04 
fp 

---y 

V 135PL · V 136PL 

7 3 1428 1111. J -1.._ ,._._.........,........_' I I I I I 11 1---+-

lv rel 1• 1 .... • -, ,-, '-b .-2-11 'C-, l-+-
1,3 • ... t-+-

' 1,1 +-+-+-~~r-+-+-1-+--+-+-+-l-+-+-I 
1,0+-+-+--1--4~~:M--<l-+-+-+-+-1-+-+-I 

"""i 

Q9+-+-+-+-+-+-~'\~is:-+-+-+-+-+-+-+-I 

(),6 ~ I 
0,7'+-4--!--1--<l-+-+-+-+-l-.llt.."'\+-l-J-~ 

(),6i-+-+-+-1>-++-1--+--!-+--i-l'\:-3ii---l---+-I 
is.: 

0~+-+-+--1--4-+-+-l-+---l--+-+-+-+-4-I 

Q4+-+-+--l--4-+-+-1-J---l--+-+-+-+--1--I 

-20 0 20 40 60 80 100°C 

1amb---

75 1350 Tfk 

0-'--l-~~.__-'---1-__J~..J......i 

640 660 680nm 
,i.-
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V 135 PL· V 136 PL 

0° 10° 

t 
Iv rel 

20° 20° 
t 

Iv rel 

1,0 

0,8 o,a 30° 

0,6 0,6 40° 

50° 

0,4 
0,4 

0,2 0 
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v 138 p. v 139 p 

Galllumarsenidphosphid·Lumineszenzdioden 
GaAsP Red Light Emitting Diodes 

Anwendung: Rotleuchtende Diode fiir allgemeine Anzeigezwecke 

Application: Red light emitting diode for general indicating purposes 

Besondere Merkmale: 

• Miniatur-Kunststoffgehiiuse 

e Hohe Packungsdichte moglich 

• H6here Lebensdauererwartung als 
Gluhlampen 

• Erschutterungsunempfindlich 

• TIL-kompatibel 

Features: 

• Miniature plastic case 

• High package capacity 

• Long life compared with filament lamps 

• Vibration resistant 

• TTL-compatible 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specff/catlons 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KATHODE BLAU MARKIERT 
CA7HO/JE BILE \14RKE/J 

B 2/V.2.347/0474A2 

Abstrahlwinkel 
Angle of half intensity 

V 138P a= 25° 
V 139P a= 40° 

Spezialgehi!.use 
Special case 

V 138P 
V 139P 

Kunststoff weiB, klar 
Kunststoff weiB, matt 

Gewicht · Weight 
max. 0,04g 
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V 138P · V 139P 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung UR 5 v 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

/F 50 mA 

StoBdurchlaBstrom 
Forward surge current 

Ip ::::; 1 µs 1FSM 1,0 A 

Verlustleistung 
Power dissipation 

lamb::::; 25oc Py 100 mW 

Sperrschichttemperatur lj 100 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -25 ... +100 oc 
Storage temperature range 

Maximal zulassige Lottemperatur 
Soldering temperature, maximal 

t::::; 3 s 

Abstand vom Gehause ~ 2 mm 1sd 245 oc 
Distance to the case 

Optische und elektrische KenngroBen Min. Typ. Max. 
Optical and electrical characteristics 

lamb = 25oc 

Lichtstarke 
Luminous intensity 

/F = 20mA v 139 p lv*l 0,8 1,6 med 
v 138 p Iv*) 1,5 3,0 med 

Wellenlange der maximalen Emission AP 660 nm 
Peak wavelength emission 

Spektrale Halbwertsbreite ,H 20 nm 
Spectral half bandwidth 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F=20mA UF*) 1,6 2,0 v 
Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 100 µA U(BR)*) 5 v 
Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

U = 0,f = 500 kHz ci 130 pF 

*) AOL = 0,65% 
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200 
mA 

100 

50 

20 

10 

5 

2 

1 

t 

2,0 

1,5 

1 
I 

l 

1 
1,5 

_JJt. 

IL v 
If 

I f. 0,01 

t Ip • 50µ• 

2 

1-'i 

141488 Tiii 

2,5V 
uF-

76 11109 

-..,....,, 
lt1 

JL 
~ 1,0 

0•510 20 

lav 
1vn= lv=20mA•f(/FMJ 

/FAV = 20 mA = konslant 

Ulll l llll 
lJl 
1Ul 

50 100 200 500 mA 
1FM-

2.0 1,0 o,i 0,2 0,1 0,04 
Ip --r 

V 138P · V 139P 

731428 ,. J ..:..y__ ....--+--+--<>-+-T I I I I I I I +-+-I 

Iv rel 1.,... 1• t-+-1 
1,3 I,< tomb= 25'C l t-+-1 

1,2+-+-+-~.......,-+--+-+-+-+-+-t-+--+-~ 

1,1 r+-+-t-~~l'SJ-+-11-+-+-+-+-+-+-+-l---1 
1.0+-+-+-+-11-tth...11+-+-+-+-+-t-+--+-~ '"' 

~ 0,7+-+-+-+-t--+-~-+--+-.... C'Sl+-t--+-+---1 

(),6-t--t--+-t-t-+-+--+-+-t-+-+-~~K-H--1 
o,5i+-l--+-+-+-+-+-+-1--+-+-+-+-+-+-1 

G.4·r-1--+--+-t-+-+-+-t-+--+-t-+-l-+-t 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

-20 o 20 40 so 90 100°c 
1amb---

t 
I\ 

\ 
l 

I 
J 

640 660 

751350 Tfk 

IvCU 
fy(,Urel .. fv{,lp) 

' ~ N 
680nm 

A-
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V138P · V139P 

0° 10° 

t 
1vrel 20° 

1,0 

0,8 30° 

0,6 40° 

50° 

0,4 

0,2 0 0.2 0 
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v 168 p 
v 169 p 
V 170P 
siehe Seite 49 
see page 49 

I 
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v 178 p 
v 179 p 
V 180P 
siehe Seite 77 
see page 77 

I 
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Empfanger Detectors I 
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BPW12 

Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode 
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode 

Anwendung: Empfanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen 

Application: Detector in electronic control and drive circuits 

Besondere Merkmale: 

• Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb 

• Hermetisches Gehause 

• Planfenster 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und nahen 
infraroten Strahlung geeignet 

• Fur weitreichende Lichtschranken mit 
zusatzlichen optischen Systemen 

• Hohe Fotoempfindlichkeit 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
RAJ)fANT S£NS/rtlE ARt-A 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Umgebungstemperaturbereich 
Ambient temperature range 

B 2/V.2.411/0175A1 

• 

13 

Features: 

• Forphotodiodeandphotovo/taiccelloperation 

• Hermetically sealed case 

• Flat window 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

• Long range light barrier with additional 
optics 

• High sensitivity 

Strahlungsempfindliche Flache A = 3,8 mm2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel a = 70° 
Angle of half sensitivity 

Minuspol/Kathode mit Gehause verbunden 
Negative terminal/cathode connected with case 

""JEDEC TO 18 
Gewicht · Weight 

max. 0,5g 

50 v 

-25 ... +100 •c 
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BPW12 

Wiirmewlderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 400 °C/W 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJC 80 °C/W 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25oc 

F oto e I em e nt-B et ri e b 
Photovoltaic cell operation 

Leerlaufspannung 
Open circuit voltage 

EA= 1001x 1) Uo 300 mV 
EA= 1 klx 1) Uo *) 280 350 mV 
EA= 10 klx 1) Uo 400 mV 

Temperaturkoeffizient von U0 
Temperature coefficient of U0 

EA = 1 klx1) TKuo -2 mV/°C 

KurzschluBstrom 
Short circuit current 

EA= 1 klx 1), RL = 1000 /k *) 9 15 µA 

KurzschluBempfindlichkeit 
Sensitivity, short circuit 

EA= 1klx 1), RL = 1000 sk 9 15 nA/lx 

Temperaturkoeffizient von /k 
Temperature coefficient of I k 

EA= 1klx 1), RL = 1000 TK1k 0,1 %/oC 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

U= 0, f= 10kHz, EA= 0 ci 140 pF 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

/ph = 100 µA, RL = 1 kO, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Anstiegszeit tr 1 µs 
Rise time 

Abfallzeit lt 1 µs 
Fall time 

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A 
(DIN 5033/IEC 306-1) 

Standard illuminant A 
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Ga As-Diode 

'P 
r=o,02 

'P = 20µs 

76. 1 4 73 

MeBschaltung fUr: 
Test circuit for: 1r- 1f 

Fotod i ode n-8 etrieb 
Photodiode operation 

Dunkelsperrstrom 
Reverse dark current 

UR = 20 V, EA = 0 

Hellsperrstrom 
Light reverse current 

UR= 20V,EA = 1klx1) 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UR= 20V,EA = 10-1 .. 1041x1) 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 100µA, EA= 0 

Sperrschichtkapazitii.t 
Junction capacitance 

U = 20 V, f = 10 kHz, EA = 0 

50Q 

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb 
Photovoltaic cell and photodiode operation 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Ira*) 

Ira*) 

s 

BPW12 

lph = 100 µA, 

durc h Abstand ,,a" einstellen 

adjusted through distance,,a" 

Oscilloscope 

Kanai II 
Channel lJ 

Min. 

10 

RL" 1 ML 

CL-" 20 pf 

Typ. 

18 

Max. 

30 nA 

µA 

18 nA/lx 

f'!BR)*l 50 v 

Ci 23 pF 

850 nm 

580 ... 1050 nm 

*) AQL ~ 0,65% 1 ) Normlichtart A 
Standard illuminant A (DIN 5033llEC 3o5-il 
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BPW12 

t H--P" T T 11 ·--1---1-__,_1
_._· ,.-1-............ '" 

sC . .Urel so> I--+-+- sw,.,= SiTl -+--+-t--+-+--t-; 
I--+-+-, • -+-+-+-I-+-~ 

1,0"---11-+-+-+-1--+cy..i-+-+-1--+-t--+-+-1 

0,6 J 

0,2 

700 

112 

.17 ' 

900 1100 nm 
).-
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BPW 13 · BPW 14 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototra!lsistoren 
Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistors 

Anwendung: Empfanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen 

Application: Detector in electronic control and drive circuits 

Besondere Merkmale: 

• Hermetisches Gehiiuse 

• BPW 13 - Planfenster; BPW 14 - Linse 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 
nahen infraroten Strahlung geeignet 

• Fur weitreichende Lichtschranken mit zu­
satzlichen optischen Systemen 

• Basis herausgefOhrt 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

PLANFENSTER 
C FLAT WINDOW 

8 2.54 . 

E 

STRAHWNGSEMPFINDLICHE FLillCHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

BPW13 

LINSE 

••• 
E 

BPW14 

B 2/V.2.3B1/0175A 1 

13 

Features: 

• Hermetically sealed case 

• BPW 13 - flat window; BPW 14 - lens 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

• Long range light barrier with an additional 
optic 

• Base terminal is available 

Offnungswinkel BPW 13 a = 80° 
Angle of half sensitivity BPW 14 a = 25° 

Kollektor mit Gehause verbunden 
Collector connected with case 

,..JEDEC TO 18 
Gewicht · Weight 

max. 0,5g 
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BPW13 • BPW14 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Peak collector current 

tp 
T = 0,5, Ip::;; !Oms 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

'amb::;; 25•c 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 
'tot 

114 

o.a 
w 

0,8 

0.4 

Q2 

0 

~ 
N 

50 

Ucso 

Uceo 

Ueso 

Ic 

IcM 

Ptot 

'i 

tstg 

... 
73014 

' 
i1i 
r\ RthJC 

~ 

' I', R thJA !\; 
'!" 

"' " ~ 

"' ~ Nl 
100 1so0 c 

'amb•'case"' 

32 v 

32 v 

5 v 

50 mA 

100 mA 

375 mW 

175 ·c 

-55 ... +175 ·c 



BPW 13 · BPW 14 

Wiirmewlderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 400 °C/W 
Junction ambient 
Sperrschicht-Gehii.use 
Junction case 

RthJC 150 °C/W 

Optlsche und elektrlsche KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

'amb = 25oc 

Kollektor-Hellstrom 
Collector light current 

UcE = 5V, Gruppe I Group A BPW 13 1ca *) 0,2 0,4 mA 
EA= 1klx 1) BPW14 1ca *) 2 4 mA 

Gruppe I Group B BPW 13 1ca *) 0,3 0,6 mA 
BPW14 1ca *) 3 6 mA 

Gruppe I Group C BPW 13 1ca *) 0,5 mA 

I BPW14 lea*) 5 mA 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UcE = 20 V, EA = 0 1co *) 10 100 nA 
Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UcE = 5V, Gruppe I Group A BPW 13 s 0,2 0,4 µA/Ix 
EA= 1klx 1) BPW14 s 2 4 µA/Ix 

Gruppe I Group B BPW 13 s 0,3 0,6 µAllx 
BPW14 s 3 6 µA/Ix 

Gruppe I Group C BPW 13 s 0,5 µA/Ix 
BPW14 s 5 µA/Ix 

Wellenlii.nge der maximalen Empfindlichkeit ..\p 780 nm 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit {50%) ..to,5 520 ... 950 nm 
Range of spectral bandwidth (50%) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Breakdown voltage, collector-emitter 

le= 1 mA U{BR)CEO *) 32 v 
Kollektor-Emitter-Sii.ttigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

le = 0.1 mA, EA = 1 klx 1) BPW13 UcEsat*> 0,3 v 
le = o, 1 mA, EA = 1 klx 1) BPW14 UcEsat*> 0,3 v 

G renzfrequenz 
Cut-off frequency 

le= 5 mA, U5 = 5 V, RL = 100 Q fg 170 kHz 
Kollektor-Emitter-Kapazitii.t 
Capacitance, collector-emitter 

UcE = 5 V, f = 1 MHz, EA = 0 CcEO 4,5 pF 

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A 
(DIN 5033/IEC 306-1) 

Standard illuminant A 
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BPW 13 · BPW 14 

Schaltzelten Min. Typ. Max. 
Switching character/sties 

Us= 5 V, le= 5 mA, RL = 100 0, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit 
Delay time 

Anstiegszeit 
Rise time 

Einschaltzeit 
Turn-on time 

Speicherzeit 
Storage time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ausschaltzeit 
Turn-off time 

o_J[ 
R0 : 50 Q 

Ip 
r=o.02 

Ip: 20 µa 

76 14 70 Tlk 

MeBschaltung fiir: 
Test circuit for: 'r· ft 

116 

Ga As-Diode 

'on 

toff 

--

a 

1,8 

1,6 

3,4 

0,3 

1,7 

2,0 

+ 5V 

Ic= 5 mA, 

durch Abstand,,a''elnstellen 

adjusted through distance ,.a" 

Kanai II 
Channel II 
100 Q 

Oscilloscope 

RL !:1 MQ 

CL! 20 pf 

µs 

µs 

µs 

µs 

µs 

µs 



73088 Tfk 

10+-+--+-+--+-+--+-+---+-+_....,~"40'--+----+---+----< 
µAt----+--+---t-+--+-+--+-+-il'~-f.r-r-+--+---+-----1 

Uce•2ovfU'] 
l/leov 

I/' [/ 5 v +-+--+-t-+--1--l 

1h 
'!ff 0,1 +--+-+-t-+--ffl~>-lt-t-+--1--l--+--+-+---+-l 

Vil 

O,Q1+--+--+---.f#+--l--l--+--+-+-+-+-+-+-1--1 

_J_ '1 

o.0010 Vil 
40 80 

I BPW 13 

v 
0,1 1 klx 

EA -

BPW 13 · BPW 14 

t-t­
H---

1,4 H---

73 087 Tfll 

1, O+--+---+--+--+-[Z_JL-+-1---+--+-+--+-+--+--+---< 

0,8 v 
IZ 

L 

o, s+--+-+-+-+--1--l--+-+-+--+-+-+--+-t--t 

0 20 

ZLJL 

0,1 

40 60 c 
1amb -

1klx 
EA-
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BPW 13 · BPW 14 

~ B PW 13 i--+--+--+-+-+-+---+--< t 731375 Tfk 

1ca t-t-+-1 f f f I 
'amb=25"C -+-+-+--+--+-t--t--1 

I----+--+--+- ,-+--+-+-+-+--+--t--1 

1-+--+--+--r-+---+-~=1_0•-lx..;lo-l-t-1""'"'1""'1 

v-rr % 3klx 

m1t=i~~~~~~t=$'~~ 
£'" 

0, 5+---+---f-J_-+--+---1-+--+--+--+--+--+--+---+-+---i 

1----t-f-l-t#-lj_-t--r-+---+--t--t 1 klx 
,...... 

0,05,+-H±--z-1-+-+-+-+-+-+-+--+-t-+--+--1 

7 

Q2 

100 Ix 

0,4 0,6V 
UCE--

BPW 13 i---i 761••0 t 
I ca o---+--+-+-+-+-<-+++--~J CQY 31 

CQY 32 

CQY 3~ r-., CQY 38 ~ 

0, 05 +---+--+-++-~+-~+~-+--+-~-++ti 

UCE = 5 V 

IF= 100 mA l~-\ 
~ 0, 01------'----'-'-+-'-......, _ _..__.__._....,. ...... 

1 5 10 50 mm 
a-
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t B PW 14 -+-+-1 +" _,"e-'· +"'---i 

1ca f -d- f --L ± 
t--+--+- ' +-+-+--+--+--+--+--+-1 
I-+-+- 'amb=25 C +-+-+--+--+--+--+--+-1 

1-+-+--+-+---+- EA= 10 klx_=lo_,_.+-1-;" ..... '9 
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BPW 13 · BPW 14 
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BPW 16 · BPW 17 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistoren 
Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistors 

Anwendung: Empfanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen 

Application: Detector in electronic control and drive circuits 

Besondere Merkmale: 

• Miniatur-Kunststoffgehause 

• GroBer Offnungswinkel (80°) bei BPW 16 

•Durch kleinen Offnungswinkel bei BPW 17 
von 25° unempfindlich gegen Streulicht­
einflusse 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 
nahen infraroten Strahlung geeignet 

• Montage im Rasterabstand 0,1" (2,54 mm) 
moglich 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Features: 

• Miniature plastic case 

• Wide radiation angle (80°) - BPW 16 

• Insensitive against background light due to 
narrow aperture (25°) - BPW 17 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

• Suitable for 0.1" (2.54 mm) center-to-center 
spacing 

KOLLEKTOR ROT MARKIERT 
COUJCTOR RED _l/ARKF.D 

KOLLEKTOR ROT MARKIERT 
C'OUJ.CfOR RE/J _'\14RKED 

··1r-1 I lfc"" 
I 

I J I 

0,9 

0,25 dick 
//IJ(All('l.1 

_k 
0,7 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

BPW 16 

B 2/V.2.383/0175A 1 

1,6 

~0,55 

0,25 dick 
1/11c~11n1 

JL 
0,7 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

BPW 17 

Offnungswinkel 
Angle of half sensitivity 

BPW 16 a= 80° 
BPW 17 a = 25° 

Spezialgehiiuse 
Special case 

Kunststoff klar 
,,Miniplast" 

Clear plastic 
Gewicht · Weight 

max. 0,04g 
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BPW 16 · BPW 17 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

UcEO 32 v 

Emitter-Kollektor-Sperrspannung 
Emitter-collector voltage 

UECO 5 v 

Kollektorstrom 
Collector current 

Ic 50 mA 

Kollektorspitzenstrom 
Peak collector current 

Ip 
T = 0,5, Ip s lOms ICM 100 mA 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lamb,,; 25oc Ptot 50 mW 

Sperrschichttemperatur lj 100 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -25 ... +100 oc 
Storage temperature range 

Maximal zulassige L6ttemperatur 
Soldering temperature, maximal 

ts 3s 

Abstand vom Gehii.use ;:> 2 mm 
Distance to the case 

1sd 245 oc 
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Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

Sperrsehieht-Umgebung 
Junction ambient 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

tamb = 25oc 

Kollektor-Hellstrom 
Collector light current 

UcE = 5 V, EA = 1klx1) 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UcE = 20V, EA= 0 

Absolute Empfindliehkeit 
Sensitivity 

UcE = 5V,EA = 1klx1) 

BPW 16 
BPW 17 

BPW 16 
BPW 17 

Wellenlange der maximalen Empfindliehkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereieh der spektralen Empfindliehkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Kollektor-Emitter-Durehbruehspannung 
Breakdown voltage, collector-emitter 

le= 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

Tc = 0,1 mA, EA = 1 klx 1) BPW 16 
Ic = lmA, EA= lklx') BPW 17 

Grenzfrequenz 
Cut-off frequency 

le= 5mA, Us= 5V,RL = 1000 

Kollektor-Emitter-Kapazitat 
Capacitance, collector-emitter 

UcE = 5V,f= !MHz, EA= 0 

*) AOL ~ 0,65% 

1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 

BPW 16 · BPW 17 

Min. Typ. Max. 

1500 °C/W 

1ea *) 0,2 0,4 mA 

1ea *) 1,5 3 mA 

1eo *) 10 200 nA I 
0,2 0,4 µA/Ix 
1,5 3 µAllx 

AP 780 nm 

Ao,5 520 ... 950 nm 

u(BR)CEo*) 32 v 

UcEsat*l 0,3 v 
UcEsat*l 0,3 v 

fg 170 kHz 

Ccrn 4,5 pF 
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BPW 16 · BPW 17 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Us = 5 V, Ic = 5 mA, RL = 100 Q, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit 
Delay time 

Anstiegszeit 
Rise time 

Einschaltzeit 
Turn-on time 

Speicherzeit 
Storage time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ausschaltzeit 
Turn-off time 

o__IT_ 
RG = 50 Q 

'P r =0,02 

'P = 20 µs 

76 1 4 7 0 Tlk 

MeBschaltung tur: 
Test circuit for: tr- ft 
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Kanai II 
Channel II 
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Oscilloscope 

RL 2:1 MO 

CL:;;, 20 pF 

µs 

µs 

µs 

µs 

µs 

µs 



7414 7 8 Tfk 

10+--+-+-+-lf----+--+-!-+--l---<~-l-+---l-~ 

µAt-+---t-1-+---t-1-+--+-~7,11-1--1-+---1-~ 

Uce•20-:W 

~ov 

0,011+--+-+--k!f,l-#c--+--+-+-+-1-+--+-1-+----l--I 

ifil 

j.... Streugrenze 

1000 Ix 
£--­
A 

BPW 16 · BPW 17 

1,0 17 

0,8 v 
IZ 

I/ 

0, 5,+--+-+-+-1-+--+-f----+--+-!-+--+-+-+---' 

0 20 

r7 

o,o/7! 
10 100 

40 60 c 
1amb -

7 
~treugrenze 

1000 Ix 
£--­
A 

125 

I 



BPW 16·BPW17 
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BPW 16/9·BPW17/9 

Neunteilige Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistorzeilen 
9-Element Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistor Arrays 

Anwendungen: Lochstreifenabtastung 

Applications: Punched card and tape readers 

Besondere Merkmale: 

• Kunststoffgehii.use 
• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 

nahen infraroten Strahlung geeignet 
• Matchingfaktor 0,5 1,0 
• Rasterabstand 0,1" (2,54 mm) 
• Beliebig zu verschalten, alle Emitter- und 

Kollektoranschlusse einzeln herausgefOhrt 

• Gute mechanische Justiermoglichkeiten 
• Kompatibel mil CQY 36/9 bzw. COY 37/9 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 

~ I ' 

'° I 
c _l 

KOLLEKTOR ROT MARKIERT 
(111111/r!/i 11111 \llHl..l/J 

11 i 
o.2s•o.ss-l,:.--,~o 2s•o.1 

--i2.54~ 

0--0'0.-00000 
~ 

23,4 

BPW 16/9 

B 2/V.2.384/0175A 1 

Features: 

• Plastic case 
• Suitable for visible and near infrared 

radiation 
• Matching factor 0.5 ... 1.0 
•Center-to-center spacing 0.1" (2.54 mm) 
• Flexible circuit design due to separate 

emitter and collector terminals 
• Precise mechanical alignment 
• Compatible with CQY 3619 and CQY 3719 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
LINSE 

':·ntnnn~:. ~ 
/ 

KOLLEKTOR ROT MARKIERT / , _j'1'· 11 
c111//(lllll Nl/J l/r/IAll! o.25•0,55 - --a.2s•o.1 

-12,54,_ 

' ' 
·---- 15,27 -----.1-4.1--

-1.5----------8•2,54 ----' 

--- 23.4 

BPW 17/9 

Offnungswinkel BPW 16/9 a = 80° 
Angle of half sensitivity BPW 17/9 a = 25° 

Spezialgehause 
Special case 
Grundkorper: 

Kunststoff, lichtundurchlassig 
Body: 

Opaque radiation plastic 
Gewicht · Weight 

max. 0,8g 
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BPW 16/9 • BPW 17/9 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

UcEO 32 v 

Emitter-Kollektor-Sperrspannung 
Emitter-collector voltage 

UECO 5 v 

Kollektorstrom 
Collector current 

Ic 50 mA 

Kollektorspitzenstrom 
Peak collector current 

Ip 
T = 0,5, Ip:'> 10ms 1CM 100 mA 

Verlustleistung, nur ein Transistor in Betrieb 
Power dissipation, 
with only one transistor in operation 

'amb :'> 25oc Py 50 mW 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

Ptot 200 mW 'amb::; 25oc 

Sperrschichttemperatur 'i 100 oc 
Junction ambient 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -25 ... +100 oc 
Storage temperature range 

Maximal zulassige Lottemperatur 
Soldering temperature, maximal 

t::; 3 s 

Abstand vom Gehause 2:: 2 mm 1sd 245 oc 
Distance to the case 
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BPW16/9 · BPW17/9 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung, 
nur ein Transistor in Betrieb RthJA 1500 0 e1w 
Junction ambient, 
with only one transistor in operation 

Sperrschicht-Umgebung, gesamte Zeile 
Junction ambient, total 

RthJAtot 375 0 e1w 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25oe 

Kollektor-Hellstrom 
Collector light current 

UeE = 5V, EA= 1klx1) BPW 16/9 1ca *) 0,2 0,4 mA 

I BPW 17/9 1ca *) 1,5 3,0 mA 
Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UeE = 20 V, EA = 0 1co *) 10 200 nA 

Matchingfaktor 
Matching factor I . 

UeE = 5V, EA= 1klx1) 
m = ca mm*) 0,5 1,0 

1camax 
Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UeE = 5V, EA= 1klx1) BPW 16/9 0,2 0,4 µAllx 
BPW 17/9 1,5 3,0 µA/Ix 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit AP 780 nm 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) J.o,5 520 ... 950 nm 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Breakdown voltage, collector-emitter 

le= 1mA U(BR)eEO*) 32 v 
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

le= 0,1 mA, EA= 1 klx1) BPW 16/9 UeEsat*l 0,3 v 
le= 1 mA, EA= 1 klx1) BPW 17/9 UeEsat*l 0,3 v 

Grenzfrequenz 
Cut-off frequency 

le = 5 mA, Us = 5 V, RL = 100 fg 170 kHz 

Kollektor-Emitter-Kapazitat 
Capacitance, collector-emitter 

UeE = 5V.f = 1MHz, EA= 0 CeEO 4,5 pF 

*) AOL ~ 0,65% 1) Normlichtart A 
(DIN 5033/\EC 306-1) 

Standard illuminant A 
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BPW 16/9·BPW17/9 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Us= 5 V, le= 5 mA, RL = 100 0, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit 
Delay time 

Anstiegszeit 
Rise time 

Einschaltzeit 
Turn-on time 

Speicherzeit 
Storage time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ausschaltzeit 
Turn-off time 

o__J[ 
RG = 50 Q 

Ip r =0,02 

Ip= 20 µs 

76 14 7 0 Tfk 

MeBschaltung fiir: 
Test circuit tor: 1r• 1f 

132 

Ga As-Diode --

a 

Min. Typ. Max. 

1,8 

1,6 

3,4 

0,3 

1,7 

2,0 

+sv 

Ic = 5 mA, 

du re h Abstand,,a''einstellen 

adjusted through distance ,,a" 

Kanai II 
Channel II 
100 Q 

Oscilloscope 

µs 

µs 

µs 

µs 

µs 

µs 



7414 7 Tfk 

T 

1 O+-+--l-+-+--l-+-+---+--l-7-l.----1-+--+-1~ 
µAi-+--+-1---+--+-1---+--+-~r/,11-----+--1-+-+~ 

Vce·•o;;m'i 
17Q1ov 

0 ·0010 40 80 

7 y 

1000 Ix 
EA---

BPW 16/9·BPW17/9 

73 087 Tfl< 

v 
1, o+-+--1-+-+17_,l71f-+--+-lf-+--+-lf-+--+-I~ 

0,8 v 
IZ 

0,6 

0 

t 

v 
LL 

20 40 60 c 
1amb --

7314S7Tfk 

BPW 17/9 f---l-+-+++++h 

~a'--+-+-.w..w=-~1_,_.~"'---'--"-'-"-'= 
UCE • SV -+-1--l--+->-<'""'--____,____,---+--H.""'-" 

'•m•" 25 ·c J.1 
1o'~:EEHffittt:=r213-3ffi==:'~3l!'m 

mA,____+-+-+++<=-_,_,__.__.__um-~---l-A--W-Ul-

JI Z.••••ug•enu 

IZ 

133 

I 



BPW 16/9·BPW17/9 
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BPW 19 · BPX 58 

Zehnteilige Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistorzeile 
10 Element Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistor Array 

Anwendungen: Abtastgerate, Lochstreifenleser 

Applications: Scanning equipments, tape readers 

Besondere Merkmale: 

• Kunststoffgehause 
• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 

nahen infraroten Strahlung geeignet 
• Matchingfaktor 0,5. 1,0 
• Rasterabstand 0,1" (2,54 mm) 
• Emitter gemeinsam herausgefUhrt 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

BPW 19 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 

BPX58 

B 2/V.2.394/0175A 1 

Features: 

• Plastic case 
• Suitable for visible and near infrared 

radiation 
•Matching factor 0.5 ... 1.0 
•Center-to-center spacing 0. 1" (2.54 mm) 
• Common emitter terminal 

Offnungswinkel 
Angle of half sensitivity 

BPW19a= 50° 
BPX 58 a·= 120° 

Spezialgehause 
Special case 

Kunststoff, klar 
Clear plastic 

Gewicht · Weight 
max. 0,9 g 
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BPW19 • BPX58 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung UcEo 32 v 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Kollektor-Sperrspannung UECO 5 v 
Emitter-collector voltage 

Kollektorstrom Ic 50 mA 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Peak collector current 

tp 
T= 0,5, Ip;:;; 10 ms 1CM 100 mA 

Verlustleistung, 
nur ein Transistor in Betrieb 
Power dissipation, 
with only one transistor in operation 

lamb;:;; 25oc Py 50 mW 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tamb;:;; 25oc Ptot 200 mW 

Sperrschichttemperatur tj 100 oc 
Junction ambient 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -25 ... +85 oc 
Storage temperature range 

Maximal zulassige Li:ittemperatur 
Soldering temperature, maximal 

t;;;; 3 s 

Abstand vom Gehause;;;;; 2 mm 1sd 245 oc 
Distance to the case 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung, 
nur ein Transistor in Betrieb RthJA 1500 °C/W 
Junction ambient, 
with only one transistor in operation 

Sperrschicht-Umgebung, gesamte Zeile RthJA tot 375 °C/W 
Junction ambient, total 
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BPW19 • BPX58 

Optische und elektrische KenngroBen Min. Typ. Max. 
Optical and electrical characteristics 

tamb = 25oc 

Kollektor-Hellstrom 
Collector light current 

UcE = 5 V, EA = 1 klx 1) BPW19 1ca *) 0,8 1,3 mA 
BPX58 1ca *) 0,15 0,25 mA 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UcE = 5 V, EA= 0 1co *) 10 200 nA 

Matchingfaktor 
Matching factor lea min 

UcE = 5 V, EA= 1 klx 1) m= ---*) 0,5 1,0 

Absolute Empfindlichkeit 
1camax 

Sensitivity 
UcE = 5 V, EA = 1 klx 1) BPW19 s 800 1300 nA/lx 

BPX58 s 150 250 nA/lx 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit ,lp 780 nm 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 2o,5 520 ... 950 nm 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Breakdown voltage, collector-emitter 

le= 1 mA U(BR) CEO*) 32 v 
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

le = 100 µA, EA = 1 klx 1) UcEsat *) 0,3 v 
Grenzfrequenz 
Cut-off frequency 

le= 5 mA, Us= 5 V, RL = 100 Q fg 170 kHz 

Kollektor-Emitter-Kapazitat 
Capacitance, collector-emitter 

UcE = 5 V, f = 1 MHz, EA = 0 CcEo 4,5 pF 

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 
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BPW 19 · BPX 58 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Us= 5 V, Ic = 5 mA, RL = 100 0, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit 
Delay time 

Anstiegszeit 
Rise time 

Einschaltzeit 
Turn-on time 

Speicherzeit 
Storage time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ausschaltzeit 
Turn-off time 

o_J[ 
RG = 50 Q 

Ip 
y:- =0.02 

Ip = 20 µs 

76 1 4 7 0 Tfk 

MeBschaltung fLlr: 
Test circuit for: 1r- 11 
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Ga As-Diode 
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BPW 19 · BPX 58 
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• BPW20 

Silizium-PN-Planar-FotoelemenUFotodiode 
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode 

Anwendung: Sensor fur die LichtmeBtechnik 

Application: Sensor for light measuring purposes 

Besondere Merkmale: Features: 

• Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb 

• Hermetisches Gehii.use 

• Planfenster 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 
nahen infraroten Strahlung geeignet 

• Erhohte Blauempfindlichkeit 

• Streng logarithmischer Zusammenhang 
zwischen Leerlaufspannung und Beleuchtungs­
stiirke von 10-2 bis 105 Ix im Fotoelementbetrieb 

• Streng linearer Zusammenhang zwischen 
KurzschluBstrom und Beleuchtungsstiirke 
von 10-2 bis 1os 1x im Fotoelementbetrieb 

• Kein Lichtgediichtnis 

• Kein Vorbelichtungsfaktor 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

A/+ 
STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLll:CHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

B 2/V.2.387/0175A1 

•05 

• For photodiode and photovoltaic cell operation 

• Hermetically sealed case 

• Flat window 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

• High blue sensitivity 

• Log. correlation between open circuit voltage I 
and illuminance from 10-2 till 105 Ix in 
photovoltaic cell operation 

• Linear correlation between short circuit 
current and illuminance from 10-2 till 105 Jx 
in photovoltaic cell operation 

• No light memory effect 

• No pre-exposure ratio 

Strahlungsempfindliche Fliiche A = 7,5 mm2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel a = 100° 
Angle of half sensitivity 

Minuspol/Kathode mit Gehiiuse verbunden 
Negative terminal/cathode connected with case 

=JEDECTO 56 
Gewicht · Weight 

max. 1,0g 
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BPW20 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Umgebungstemperaturbereich 
Ambient temperature range 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

Optische und elektrische Kenngri:iBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25oc 

Fotoeleme nt-B et ri eb 
Photovoltaic cell operation 

146 

Leerlaufspannung 
Open circuit voltage 

EA= 1klx1) 

Temperaturkoeffizient von U0 
Temperature coefficient of U0 

EA= 1 klx 1) 

KurzschluBstrom 
Short circuit current 

EA= 1klx1), RL = 1000 

KurzschluBempfindlichkeit 
Sensitivity, short circuit 

EA = 10-2 ... 105 Ix 1) 

Temperaturkoeffizient von Ik 
Temperature coefficient of I k 

EA= 1klx1), RL = 1000 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

U = OJ = 10 kHz, EA = 0 

*) AQL ~ 0,65% 

1 ) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 

UR 10 v 

1amb -25 ... +100 oc 

Min. Typ. Max. 

RthJA 250 °C/W 

uo *) 330 430 mV 

TKuo -2 mV/°C 

lk*) 20 33 µA 

sk 20 33 nA/lx 

TK1k 0,1 %/oC 

Ci 1 nF 



Schaltzeiten 
Switching characteristics 

/ph = 100 µA, RL = 1 kQ, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Ansliegszeit 
Rise time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ga As-Diode --
Ip 

r-=0,02 

Ip= 20 µs 

MeBschaltung flir: 
Test circuit for: t,. 1f 

Fotod ioden-Betrieb 
Photodiode operation 

Dunkelsperrstrom 
Reverse continuous dark current 

UR= 5V, EA= 0 

Hellsperrstrom 
Light reverse current 

UR= 5V, EA= 1klx 1) 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UR= 5V, EA= 10-2 ... 10s1x') 

500 

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb 
Photovoltaic cell and photodiode operation 

Wellenliinge der maximalen Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

*) AQL ~ 0,65% 

1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-lt 

1 kQ 

Iro *) 

s 

BPW20 

Min. Typ. Max. 

3,5 

3,5 

fph = 100 µA, 

durch Abstand ,,a" einstellen 

adjusted through distance ,,a" 

Oscilloscope 

Kanai II 
Channel II 

76, 14 73 

20 

2 30 

33 

µs 

µs 

nA 

µA 

20 33 nA/lx 

700 nm 

400 ... 950 nm 
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Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode 
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell!Photodiode 

Anwendung: Sensor !Ur die Fotobelichtungs- und Farb-MeBtechnik 

Application: Sensor in exposure and colour measuring purposes 

Besondere Merkmale: Features: 

BPW21 

• Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb • For photodiode and photovoltaic cell operation 

• Hermetisches Gehause 

• Planfenster mil eingebautem Farbkorrektur­
filter, an die Augenempfindlichkeit angepaBt 
(sichtbarer Strahlungsbereich) 

• Streng logarithmischer Zusammenhang 
zwischen Leerlaufspannung und Beleuchtungs­
stiirke von 10-2 bis 105 Ix im Fotoelementbetrieb 

• Streng linearer Zusammenhang zwischen 
KurzschluBstrom und Beleuchtungsstiirke 
von 10-2 bis 105 Ix im Fotoelement-Betrieb 

e Aktinitiit 0,85 ... 1,15 

• Kein Lichtgediichtnis 

• Kein Vorbelichtungsfaktor 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

K/-

B 2/V.2.38810175A 1 

PLANFENSTER 
FLAT WINDOW 

• Hermetically sealed case 

• Flat window with built-in colour correction 
filter (visible radiation) 

• Log. correlation between open circuit voltage 
and illuminance from 10-2 till 105 Ix in 
photovoltaic cell operation 

• Linear correlation between short circuit 
current and il/uminance from 10-2 till 105 Ix 
in photovoltaic cell operation 

• Actinity 0.85 ... 1.15 

• No light memory effect 

• No pre-exposure ratio 

Strahlungsempfindliche Fliiche A = 7,5 mm 2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel a = 100° 
Angle of half sensitivity 

Minuspol/Kathode mil Gehause verbunden 
Negative terminal/cathode connected with case 

=JEDEC TO 56 
Gewicht · Weight 

max. 1,0 g 
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BPW 21 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Umgebungstemperaturbereich 
Ambient temperature range 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25oc 

F oto el eme nt-B etri e b 
Photovoltaic cell operation 

152 

Leerlaufspannung 
Open circuit voltage 

EA = 1 klx 1 ) 

Temperaturkoeffizient van U0 
Temperature coefficient of U0 

EA = 1 klx 1 ) 

KurzschluBstrom 
Short circuit current 

EA= 1klx 1), RL = 1000 

KurzschluBempfindlichkeit 
Sensitivity, short circuit 

EA= 10-2 ... 105 lx 1) 

Temperaturkoeffizient van /k 
Temperature coefficient of I k 

EA= 1klx 1), RL = 1000 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

U = 0,f = 10 kHz, EA = 0 

*) AQL = 0,65% 

1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 

UR 10 v 

1amb -25 ... +100 oc 

Min. Typ. Max. 

RthJA 250 °C/W 

uo *) 280 380 mV 

TKuo -2 mV/°C 

/k *) 4,5 7,0 µA 

sk 4,5 7,0 nA/lx 

TK1k -0,05 %/oC 

Ci 1 nF 



Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Iph = 100 µA, RL = 1 kO, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Anstiegszeit 
Rise time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ga As P - Diode 

'P 
y:-=0,02 

'P = 20 µs 

MeBschaltung tur: 
Test circuit for: 1r- 1t 

Fotod i od en-B etrieb 
Photodiode operation 

Dunkelsperrstrom 
Reverse continuous dark current 

UR= 5V, EA= 0 

Hellsperrstrom 
Light reverse current 

UR= 5V, EA= 1klx1) 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UR= 5V, EA= 10-2 ... 1os1x1) 

500 

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb 
Photovoltaic cell and photodiode operation 

Wellenliinge der maximalen Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

*) AQL ~ 0,65% 

1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 

BPW 21 

Min. Typ. Max. 

3,5 

3,5 

iph = 100 µA. 

durch Abstand ,,a" einstellen 

adjusted through distance ,,a" 

Oscilloscope 

Kanai II 
Channel ll 

4,5 

4,5 

7614 74 

2 30 

7,0 

7,0 

565 

420 ... 675 

µs 

µs 

nA 

µA 

nA/lx 

nm 

nm 
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BPW 21M 

Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode 
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode 

Anwendung: Sensor tor die Fotobelichtungs- und Farb-MeBtechnik nach besonderer Giitepriifung 

Application: Sensor in exposure and colour measuring purposes, distinctive special quality testing 

Besondere Merkmale: Features: 

• Fiir Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb 

• Hermetisches Gehiiuse 

• Planfenster mil eingebautem Farbkorrektur­
filter, an die Augenempfindlichkeit angepaBt 
(sichtbarer Strahlungsbereich) 

• Streng logarithmischer Zusammenhang 
zwischen Leerlaufspannung und Beleuchtungs­
starke von 10-2 bis 105 Ix im Fotoelement-Betrieb 

• Streng linearer Zusammenhang zwischen 
KurzschluBstrom und Beleuchtungsstarke von 
10-2 bis 105 Ix im Fotoelement-Betrieb 

• Aktinitat 0,85 ... 1,15 

• Kein Lichtgedachtnis 

• Kein Vorbelichtungsfaktor 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

B 2/V.2.389/0175A 1 

• For photodiode and photovoltaic cell operation 

• Hermetically sealed case 

• Flat window with built-in colour correction 
filter (visible radiation) 

• Log. correlation between open circuit voltage 
and il/uminance from 10-2 till 105 Ix in 
photovoltaic cell operation 

• Linear correlation between short circuit 
current and il/uminance from 10-2 till 105 Ix 
in photovoltaic cell operation 

• Actinity 0.85 ... 1. 15 

• No light memory effect 

• No pre-exposure ratio 

Strahlungsempfindliche Flache A = 7,5 mm 2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel a = 100° 
Angle of half sensitivity 

Minuspol/Kathode mit Gehause verbunden 
Negative terminal/cathode connected with case 

=JEDECTO 56 
Gewicht · Weight 

max. 1,0g 
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BPW 21 M 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Umgebungstemperaturbereich 
Ambient temperature range 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25ac 

Fotoe I e ment-Betri e b 
Photovoltaic cell operation 

158 

Leerlaufspannung 
Open circuit voltage 

EA= 1 klx 1) 

Temperaturkoeffizient von l{J_ 
Temperature coefficient of 0 

EA= 1 klx1) 

KurzschluBstrom 
Short circuit current 

EA= 1 klx1), RL = 1000 

KurzschluBempfindlichkeit 
Sensitivity, short circuit 

EA = 10-2 ... 10s 1x 1), RL = 100 

Temperaturkoeffizient von /k 
Temperature coefficient of Ik 

EA = 1 klx, RL = 1000 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

U = 0,f = 10 kHz, EA = 0 

*) AQL ~ 0,65% 1 ) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

UR 10 v 

tamb -65 ... +100 ac 

1stg -65 ... +100 ac 

Min. Typ. Max. 

RthJA 250 °C/W 

Uo *) 280 380 mV 

TK 
Uo -2 mV/°C 

/k *) 5 7 10 µA 

sk 5 7 nA/lx 

TK1k -0,05 %/oC 

Ci 1 nF 

(DIN 5033/IEC 306-1) 



Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Jph = 100 µA, RL = 1 kQ, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Anstiegszeit 
Rise time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ga As P-Diode 

Ip 
y:-=0,02 

'P = 20 µs 

MeBschaltung tur: 
Test circuit for: 1r• 11 

F otod i od en-Bet ri e b 
Photodiode operation 

Dunkelsperrstrom 
Reverse continuous dark current 

UR= 5V, EA= 0 

Hellsperrstrom 
Light reverse current 

UR = 5 V, EA = 1 klx1) 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UR= 5V, EA= 10-2 ... 1os1x1) 

500 

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb 
Photovoltaic cell and photodiode operation 

fro*) 

s 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit AP 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) A 0,5 
Range of spectral bandwidth (50%) 

BPW 21 M 

Min. Typ. Max. 

3,5 

3,5 

fph = 100 µA, 

durch Abstand ,,a" einstellen 

adjusted through distance ,,a" 

Oscilloscope 

Kanai II 
Channel I/ 

RL" 1 MO 

CL" 20 pF 

7614 74 

2 

4,5 7,0 

4,5 7,0 

565 

420 ... 675 

30 

µs 

µs 

nA 

µA 

nA/lx 

nm 

nm 

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 
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Silizium-Foto-PIN-Diode 
Silicon Photo PIN Diode 

Anwendung: Ultra-schneller Foto-Detektor 

Application: Ultra high-speed photo-detector 

Besondere Merkmale: Features: 

BPW24 

• Kurze Ansprechzeiten bei kleinen • Fast response times at low operating 
Spannungen voltages 

• Hohe Fotoempfindlichkeit • High photo sensitivity 

• Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb • For photodiode and photovoltaic cell operation 

• Hermetisches Gehause 

• Mit Linse, a = 40° 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 
nahen infraroten Strahlung geeignet 

• Hermetically sealed case 

• With lens, a = 40° 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

LINSE 
Kl- LENS 

-· A/+ 

~~~ 

ta 5,7 c 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

B 2/V.2.390/0175A 1 

if 0,5 

( 

I 
13 ------< 

Strahlungsempfindliche Flache A = 0,64 mm 2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel 
Angle of half sensitivity 

a = 40° 

""JEDEC TO 18 
Gewicht · Weight 

max. 0,5 g 
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BPW24 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung UR 50 v 
Reverse voltage 

Verlustleistung 
Power dissipation 

lamb:::; 25oc Pv 180 mW 

Sperrschichttemperatur ti 100 oc 
Junction temperature 

Umgebungstemperaturbereich 1jrnb -25 ... +100 oc 
Ambient temperature range 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 

Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 400 °C/W 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25oc 

Fotoel eme nt-Betri eb ( u. = O) 
Photovoltaic cell operation R 

Leerlaufspannung 
Open circuit voltage 

EA = 1 klx 1) Uo *) 380 mV 

Temperaturkoeffizient von U0 
Temperature coefficient of U0 

EA= 1 klx 1) TKuo -2 mV/°C 

KurzschluBstrom 
Short circuit current 

EA = 1 klx1), RL = 1000 /k *) 20 35 µA 

KurzschluBempfindlichkeit 
Sensitivity, short circuit 

sk 20 35 nA/lx 

Temperaturkoeffizient von /k 
Temperature coefficient of -a 

EA = 1 klx1), RL = 100 TK1k 0,1 %/oC 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

UR= 0, f = 500 kHz, EA= 0 Ci 60 pF 

*) AOL = 0,65% ') Normlichtart A (DIN 5033/IEC 306-1) 
Standard illuminant A 
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Fotoel e ment -Bet ri e b 
Photovoltaic eel/ operation 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

fro= 100µA,EA = 0 

Dunkelsperrstrom 
Reverse continuous dark current 

UR = 20 V, EA = 0 

Hellsperrstrom 
Light reverse current 

UR = 20 V, EA = 1 klx 1), RL = 1000 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UR= 20V 

Absolute spektrale Empfindlichkeit 
Spectral sensitivity 

UR= 20V, A.= 900nm 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

UR= 5 V, f = 500 kHz 
UR= 20V, /= 500kHz 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

UR = 20 V, RL = 50 Q, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Ansprechzeit 
Response time 

HeNe-Laser, A. = 630 nm 
GaAs-Laser, A. = 900 nm 

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb 
Photovoltaic cell and photodiode operation 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

*) AOL = 0,65% 

') Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 

BPW24 

Min. Typ. Max. 

U(BR)*) 50 80 v 

fro*) 1 5 nA 

Ira*) 25 45 µA 

s 25 45 nA/lx 

s(A.) 0,5 A/W I 
C· 40 pF 

~ 6 pF 

T 2 ns 
T 3 ns 

900 nm 

550 ... 1000 nm 
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:-G = 0,7 ns 

/. = 630 nm 

76 1 4 8 2 

MeBschaltung tur: Ip It 
Test circuit for: 
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BPW28 

Silizium-Foto-Lawinendiode 
Silicon Avalanche Photodiode 

Anwendung: Breitband-Detektor tor Strahlungsdemodulation schneller Signale, z. B. von 
Lasern und GaAs-Lumineszenzdioden. Detektor tor die Technik der optischen 
Nachrichtenubertragung z. B. Ober Glasfaserleitungen. 

Application: Wide band detector for demodulation of fast signals, e.g. of lasers and GaAs-LED's. 
Detector for optical communication, e.g. for optical-fiber transmission 
systems. 

Besondere Merkmale: 

• Hochempfindlicher, rauscharmer Foto­
Detektor tor Strahlungsdemodulation 

• Verstiirkung gr6Ber als 200 

• Verstiirkungsbandbreiteprodukt gr6Ber 
als 200 GHz 

Features: 

• High sensitive, low-noise photo-detector 
for demodulation of radiation 

• Photocurrent gain higher than 200 

• Gain bandwidth product higher than 
200GHz 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

B 2/V.2. 451/0475 A 1 

•5.7 80,5 

A/+ 

~fr· 
~-

K/-

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

Durchmesser der strahlungs-
empfindlichen Fliiche d = 0,2 mm 
Diameter of the radiant 
sensitive area 

Offnungswinkel 
Angle of half intensity 

a= 70° 

18 C 2 DIN 41876 
"'JEDEC TO 18 

Gewicht · Weight 
max. 0,5 g 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Verlustleistung 
Power dissipation 

tamb = 25oc Pv 100 mW 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Umgebungstemperaturbereich 
Ambient temperature range 

ti 

1amb 

125 oc 

-65 ... +125 oc 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

Min. Typ. Max. 

168 

lamb= 25oc 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Dunkelsperrstrom 
Reverse dark current 

M 1) = 100, EA= 0 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

JR = 10µA, EA= 0 140 

450 ... 950 nm 

1 5 nA 

200 v 
Temperaturkoeffizient von U(BR) 
Temperature coefficient of U(BR) 

170 

0,14 %/oC 

Wirkungsgrad 
Efficiency 

'- = 910nm % 

Verstarkungsbandbreiteprodukt 
Gain bandwidth product 

20 

200 GHz 

Kapazitat 
Capacitance 

UR= 100 V, f = 1 MHz 1 1,2 

Serienwiderstand 
Series resistance 

!= 1 MHz rs 50 

1) Der spannungsabhangige Verstarkungsfaktor Mist definiert als Verhaltnis des Photostromes lph bei 
Betriebssperrspannung zu dem Photostrom bei 10 V Sperrspannung. 

pF 

0 

The voltage dependent photocurrent gain Mis defined as the ratio of photocurrent lph at a certain reverse 
voltage to the photocurrent at a bias of 1 O V. 

2) Das Verstarkungsbandbreiteprodukt ist die Verstarkung M multipliziert mit der MeBlrequenz, wenn die 
Diode mit Sperrspannung so betrieben wird, daB bei der gegebenen MeBfrequenz der maximale Ver­
starkungsfaktor vorhanden ist. 

Gain bandwidth product is defined as the product of M times the frequency of measurement, when the 
diode is biased for maximum obtainable gain. 
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BPW29 

Silizium·NPN·Epitaxial·Planar·Fototransistor 
Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistor 

Anwendung: Empfiinger mit hoher Empfindlichkeit in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen 

Application: High sensitive detector in electronic control and drive circuits 

Besondere Merkmale: 

• Kunststoffgehause ("'TO 92) 

• Hohe Foto-Empfindlichkeit 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 
nahen infraroten Strahlung geeignet 

• Lichteinfallsrichtung senkrecht 
zur Montagerichtung 

• Basis herausgetohrt 

Features: 

• Plastic case (""'TO 92) 

• High photo sensitivity 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

• Radiation direction vertical to mounting 
direction 

• Base terminal is available 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

B 2/V.2.357/1174A2 

Strahlungsempfindliche Fliiche A = 1 mm 2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel 
Angle of half sensitivity 

a = 30° 

Spezialgehause 
Special case 

Kunststoff klar 
Clear plastic 

"'JEDEC TO 92 
Gewicht · Weight 

max. 0,2 g 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

UcEO 32 v 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

UEBO 5 v 

Kollektorstrom 'c 100 mA 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Peak collector current 

tp 
T = 0,5, Ip :S: 10ms 1CM 200 mA 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tamb :s; 25oc Ptot 250 mW 

Sperrschiehttemperatur tj 100 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 1stg -25 ... +100 oc 
Storage temperature range 

Maximal zulassige Lottemperatur 
Soldering temperature, maximal 

t :s; 3 s 

Abstand vom Gehause 2:: 2 mm 1sd 245 oc 
Distance to the case 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrsehieht-Umgebung RthJA 300 °C/W 
Junction ambient 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25oc 

Kollektor-Hellstrom 
Collector light current 

UcE = 5V, EA= 1001x 1) Gruppe/GroupA 1ea *) 1 2 mA 
Gruppe/Group B 1ea *) 1,5 3 mA 
Gruppe/Group C 1ea *) 2 4 mA 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UcE = 20 V, EA = 0 1eo *) 10 200 nA 

*) AQL ~ 0,65% 1 ) Normlichtart A 
(DIN 5033/IEC 306-1) 

Standard illuminant A 
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Min. Typ. Max. 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UeE = 5V,£A = 1001x 1) Gruppe/GroupA s 10 20 µA/Ix 
Gruppe/Group B s 15 30 µAllx 
Gruppe/Group C s 20 40 µAllx 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit AP 780 nm 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) ).0,5 520 ... 950 nm 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Breakdown voltage, collector-emitter 

Ie = 1mA u(BR)eEo*) 32 v 
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

I le= 1mA,£A = 1001x 1) UeEsai*) 0,3 v 
Grenzfrequenz 
Cut-off frequency 

le= 1,6mA, Us= 5V, RL = 1000 fg 110 kHz 

Kollektor-Emitter-Kapazitat 
Capacitance, collector-emitter 

UeE = 5V, f= 0,5MHz, EA= 0 CeEo 10 pF 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Us = 5 V, le = 1 O mA, RL = 100 o. siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit td 0,5 µs 
Delay time 

Anstiegszeit tr 3,2 µs 
Rise time 

Einschaltzeit 1on 3,7 µs 
Turn-on time 

Speicherzeit Is 0,3 µs 
Storage time 

Abfallzeit t f 3,8 µs 
Fall time 

Ausschaltzeit 1off 4,1 µs 
Turn-off time 

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A 
(DIN 5033/IEC 306-1) 

Standard illuminant A 
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o___J[ 
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BPW30 

Silizium-NPN-Planar-Foto-Darlington-Transistor 
Silicon NPN Planar Photo Darlington Transistor 

Anwendung: Empfanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen 

Application: Detector in electronic control and drive circuits 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hermetisches Gehiiuse • Hermetically sealed case 

• Fiir die Bereiche der sichtbaren und nahen • Suitable for visible and near infrared 
infraroten Strahlung geeignet radiation 

• Hohe Fotoempfindlichkeit • High sensitivity 

• Fiir weitreichende Lichtschranken • For long range light barriers 

• Basis herausgefiihrt • Base terminal is available 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

LINSE 

·@F 
STAAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

B 2/V.2. 11/0574 

Offnungswinkel a = 25° 
Angle of half sensitivity 

Kollektor mit Gehause verbunden 
Collector connected with case 

""DIN 18 A 3 
"='JEDEC TO 18 

Gewicht · Weight 
max. 0,5g 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Peak collector current 

tp 
T = 0,5, tp ~ 10 ms 

Gesamtver1ustleistung 
Total power dissipation 
lamb~ 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Optische und elektrische Kenngr06en 
Optical and electrical characteristics 

tamb = 25oc 

Kollektor-Hellstrom 
Collector light current 

UcE = 5V, EA= 101x1) 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UcE=20V, EA=O 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UcE = 5V,EA = 101x1) 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

Ic = 0,1 mA, EA= 101x1) 

IcM 

Ptot 

ti 

fstg 

s 

.l.o,5 

UcEsat"l 

*) AQL ~ 0,65% 1) Normlichtart A 
Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 3o5-ll 
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BPW34 

Silizium-Foto-PIN-Diode 
Silicon Photo PIN Diode 

Anwendung: Schneller Foto-Detektor 

Application: High speed photo detector 

Besondere Merkmale: 

• Kurze Ansprechzeiten 

• Geringe Sperrschichtkapazitat 

• Hohe Fotoempfindlichkeit 

• GroBe strahlungsempfindliche Flache 
A= 7,5 mm2 

• Offnungswinkel a = 120° 

• Fur Bereiche der sichtbaren und der 
nahen infraroten Strahlung geeignet 

Features: 

• Fast response times 

• Small junction capacitance 

• High photo sensitivity 

• Large radiant sensitive area 
A= 7,5mm2 

• Angle of half sensitivity a = 1200 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

B 2/V.2. 575/04 75A 1 

Strahlungsempfindliche Flache A= 7,5 mm2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel 
Angle of half sensitivity 

a= 120° 

Kunststoff-Gehause 
Plastic case 

Gewicht · Weight 
max. 0,4 g 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung UR 32 v 
Reverse voltage 

Verlustleistung 
Power dissipation 

tamb,,.;; 25oc Py 150 mW 

Sperrschichttemperatur tj 80 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich tstg -30 ... +80 oc 
Storage temperature range 

Maximal zulii.ssige Uittemperatur 
Soldering temperature, maximal 

t,.;; 3 s 

Abstand vom Gehii.use ~ 2 mm tsd 245 oc 
Distance to the case 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 350 °C/W 
Junction ambient 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

tamb = 25oc 

Fotoe I e ment-Betri e b 
Photovoltaic cell operation 

Leerlaufspannung 
Open circuit voltage 

EA= 1 klx 1) Uo 400 mV 

Temperaturkoeffizient von U0 
Temperature coefficient of U0 

EA= 1klx 1) TKuo -2,6 mV/°C 

KurzschluBstrom 
Short circuit current 

EA= 1klx 1),RL=1000 /k *) 80 µA 
KurzschluBempfindlichkeit 
Sensitivity, short circuit 

sk 80 nA/lx 

Temperaturkoeffizient von /k 
Temperature coefficient of Ik 

EA= 1 klx 1), RL = 100 Q TK1k 0,18 %/oC 

Sperrschichtkapazitii.t 
Junction capacitance 

U= 0, f = 1 MHz, EA= 0 ci 70 pF 

*) AOL= 0,65% 

1) Normlichtart A 
(DIN 5033/IEC 306-1) 

Standard illuminant A 
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Schaltzeiten 
Switching characteristics 

UR= 10 V, RL = 1 kQ 

Einschaltzeit 
Turn-on time 

Ausschaltzeit 
Turn-off time 

Fotodioden-Betrieb 
Photodiode operation 

Dunkelsperrstrom 
Reverse dark current 

UR= 10 V, EA= 0 

Hellsperrstrom 
Light reverse current 

UR = 5 V, EA = 1 klx 1) 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UR = 5 V, EA= 1 klx 1) 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 100 µA, EA= 0 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

UR = 3 V, f = 1 MHz, EA = 0 

Rauschequivalente Strahlungsleistung (NEP) 
Noise equivalent power (NEP) 

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb 
Photovoltaic cell and photodiode operation 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

*) AOL = 0,65% 

1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 

BPW34 

Min. Typ. Max. 

ton 50 ns 

ta ff 50 ns 

Ira*) 2 30 nA 

Ira 50 85 µA I 
s 50 85 nA/lx 

U(BR) *) 32 v 

Ci 25 30 pF 

Pn 10-1• WHz-Y, 

,lp 900 nm 

io,5 500 ... 1000 nm 
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Silizium-Planar-PN-Foto-Element 
Silicon Planar PN Photovoltaic Cell 

Anwendung: Sensor fOr die LichtmeBtechnik 

Application: Sensor for light measuring purposes 

Besondere Merkmale: Features: 

• GroBe lichtempfindliche Flache • Great light sensitive area 

• Erhohte Blauempfindlichkeit • High blue sensitivity 

• FOr die Bereiche der sichtbaren und der • Suitable for visible and near infrared 
nahen infraroten Strahlung geeignet radiation 

• Kein Lichtgedachtnis • No light memory effect 

• Niedriger Temperaturkoeffizient • Low temperature coefficient 

• Hohe Stabilitat und Zuverlassigkeit • High stability and high reliability 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

0.26 

Jl U. 

B 2/V.2.356/1174A 1 

Strahlungsempfindliche Flache A = 94 mm2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel 
Angle of half sensitivity 

IX = 120° 

Ohne Gehause 
Without case 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung UR 
Reverse voltage 

Umgebungstemperaturbereich tamb 
Ambient temperature range 

Lagerungstemperaturbereich 1stg 
Storage temperature range 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

tamb = 25oc 

Leerlaufspannung 
Open circuit voltage 

EA= 1 klx 1) Ua *) 

Temperaturkoeffizient von Uo TKuo 
Temperature coefficient of Uo 

KurzschluBstrom 
Short circuit current 

EA= 1klx 1),RL=100Q /k 
Ee= 1 klx 2), RL = 100 Q /k *) 

KurzschluBempfindlichkeit 
Sensitivity, short circuit 

EA= 1 klx 1) sk 

Temperaturkoeffizient von /k 
Temperature coefficient of I k 

TK1k 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit ).p 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) ).0,5 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Dunkelsperrstrom 
Reverse dark current 

UR= 1 V, EA= 0 1ro 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

UR= 1 V, f = 100 kHz, EA= 0 ci 

*) AOL = 0,65% 

1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1, Tt = 2855,6 K) 
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2 ) Normlichtart C 
Standard illuminant C 

(1j = 4700K) 

v 

-40 ... +100 oc 

-40 ... +100 oc 

Min. Typ. Max. 

300 380 mV 

2 mV/°C 

240 300 µA 
200 220 µA 

240 300 nA/lx 

0,1 %/°C 

750 nm 

450 ... 950 nm 

250 nA 

10 nF 
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BPX 28 

Silizium-PN-Fotoelement mit nachgeschaltetem Silizium-NPN-Transistor 
und zwei Silizium-Dioden 

Silicon PN Photovoltaic Cell connected with one NPN Transistor and two Diodes 

Anwendung: Oirekte Relais-Ansteuerung 

Application: Direct relay driving 

Besondere Merkmale: 

• Hermetisches Gehause 

• Planfenster 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 
nahen infraroten Strahlung geeignet 

• Hohe Fotoempfindlichkeit bei groBem 
Offnungswinkel van 90° 

• Eingebaute Diode zur Arbeitspunkt­
einstellung 

• Eingebaute Klemmdiode 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

08,5 09,2 00,5 

6,6-

FLAT WINDOW ~ 3,5 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

B 2/V.2. 391/0175A1 

-~24__j 

Features: 

• Hermetically sealed case 

• Flat window 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

•High sensitivity and wide radiation angle (90°) 

• Built-in biasing diode 

• Built-in clamping diode 

D 

01 zur Arbeitspunkteinstellung 
Biasing diode 

02 Klemmdiode 
Clamping diode 

Strahlungsempfindliche Flache A = 3,8 mm 2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel 
Angle of half sensitivity 

a = 90° 

"'DIN 5 A 4 
,.,, JEOEC TO 5 

Gewicht · Weight 
max.1,5 g 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

188 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Sperrspannung 02 
Reverse voltage 02 

Emitter-AnschluB G-Sperrspannung 
Emitter terminal G voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Peak collector current 

tp 
T = 0,5, tp::;; !Oms 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lamb::;; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 74 071 1ftt 

800+-11-+-++-Hl-+-++-Hl-+-+-+-Hl-+-+4-1 
m'N~--1-1-+-1-1-+-++--1-1-+-1-1-+-++--1-+--l 

1' I 
200++++++--Pl~~h..--Hf-+-'~~+-++++++-1 

~ 

0 50 100 150'C 
tamb• tea••-

45 

45 

5 

100 

200 

10 

310 

150 

-55 ... +150 

v 

v 

v 

mA 

mA 

mA 

mW 

oc 

oc 



Warmewiderstande 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

Optische und elektrische Kenngri:iBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb = 25 °e, JG = 1 mA 

Kollektor-Hellstrom 
Collector light current 

UeE = 5V, EA= 100 lx 1) 

EA= 1 klx 1) 

EA= 10 klx 1) 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UeE = 20V, EA= 0 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UeE = 5 V, EA= 1 klx1) 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Breakdown voltage, collector-emitter 

le= 1mA 

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

Ie = 1mA, EA= 1 klx 1) 
le = 10 mA, EA = 10 k1x1) 

*) AQL ~ 0,65% 

1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 

BPX 28 

Min. Typ. Max. 

RthJA 400 0 e1w 

RthJe 160 0 e1w 

1ca 0,7 mA 

1ca *) 4,5 8,0 mA 

I 1ca 70 mA 

1co *) 0,01 1 µA 

4,5 8,0 µA/Ix 

;.P 750 nm 

1.o,5 480 ... 950 nm 

U(BR)ern*) 45 v 

UeEsat 75 mV 

UeEsat 100 mV 
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Schaltzeiten Min. Typ. Max. 
Switching characteristics 

Us= 5 V, Ic = 10 mA, RL = 100 0, JG= 1 mA, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Anstiegszeit 
Rise time 

Abfallzeit 
Fall time 

OJL 
RG = 500 

..'.£. = 0 02 T , 

Ip= 20µs 

76 1 4 7 2 Tfk 

Ga As- Diode 

MeBschaltung tur: 
Test circuit for: t,, ft 
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BPX99 

Monolithischer Silizium-NPN-Epitaxial-Foto-Darlingtontransistor 
Monolithic Silicon NPN Epitaxial Photo Darlington Transistor 

Anwendungen: Direkte Ansteuerungen von Relais, Magnetventilen, Kleinmotoren etc. 

Applications: Direct driving of relays, magnetic valves, small motors etc. 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hermetisches Gehause • Hermetically sealed case 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und der • Suitable for visible and near infrared 
nahen infraroten Strahlung geeignet radiation 

• Zurn Schalten von Stromen bis 500 mA • Collector current 0.5 A 

• Hohe Fotoempfindlichkeit • High sensitivity 

• Basis herausgefUhrt • Base terminal is available 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

c 

~ 
8~4 

E LINSE 

1115,7 

LENS 1.2 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

B 2/V.2.395/0175A 1 

1110,5 

Kollektor mit Gehause verbunden 
Collector connected with case 

Offnungswinkel a= 25° 
Angle of half sensitivity 

""JEDEC TO 52 
Gewicht · Weight 

max. 0,5 g 
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Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Kollektor-Emitter-Durehbruehspannung 
Breakdown voltage, collector-emitter 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Peak collector current 

Ip 
T = 0,05, Ip S: 10 ms 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

1amb '.'O 25°C 
lease s; 45 oc 

Umgebungstemperaturbereieh 
Ambient temperature range 

Gehausetemperatur 
Case temperature 

196 

1,5 
w 

1 

0,5 

0 

I-

U(BR)CEO 

UEBO 

le 

1CM 

Ptot 
Ptot 

1amb 

1ease 

731401 ,. 

' RthJC 

' \ \ 
' \ \ 

~ 

' I\ RthJA ~ 
R..J. 

J:::: fo..J ~ 
50 

No.. 
100 °C 

1amb•tcase -

32 v 

10 v 

0,5 A 

1 A 

0,33 w 
1,6 w 

-55 ... +125 oc 

125 oc 



Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehiiuse 
Junction case 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

tamb = 25oe 

Kollektor-Hellstrom 
Collector light current 

UeE = 5V, EA= 1001x1) 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UeE = 20 V, EA = 0 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

UeE = 5 V, EA = 100 lx1) 

Wellenliinge maximaler Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Breakdown voltage, collector-emitter 

le= 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

le= 0,1A, EA= 1 klx 1) 

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

RthJA 

RthJe 

1ca *) 

1co *) 

AP 

;,0,5 

U(BR)eEO*) 

UeEsat *) 

(DIN 5033/IEC 306-1) 

BPX99 

Min. Typ. Max. 

300 0 e1w 

50 0 e1w 

3 30 mA 

10 200 nA I 
30 300 µA/Ix 

800 nm 

600 ... 900 nm 

32 v 

0,75 1 v 
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Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Us= 5 V, le= 10 mA, RL = 100 0, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit 
Delay time 

Anstiegszeit 
Rise time 

Einschaltzeit 
Turn-on time 

Speicherzeit 
Storage time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ausschaltzeit 
Turn-off time 

RG = 50Q 

Ip 
7 =0.2 

Ip= 200 µs 

Id 

tr 

1on 

ts 

t f 

1off 

GaAs- Diode --

Min. Typ. Max. 

10 

80 

90 

5 

60 

65 

+5V 

'c ic=10 mA, 

durch Abstand .. a" einstellen 

adjusted through distance .,a" 

Oscilloscope: 

RL?:1 MQ 

Kanai JI CL~ 20 pf 
50Q 100 Q Channel 1l 

761413T!k 

MeBschaltung fiir: 
Test circuit for: 1r- 1f• 1d· 1s 
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µs 

µs 

µs 

µs 
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• BPY70 

Silizium-NP-Fotoelement 
Silicon NP Photovoltaic Cell 

Anwendung: Umwandlung von Lichtenergie (z. B. Sonnenlicht) in elektrische Energie (Solarzelle) 

Application: Conversion of (solar) light energy into electrical energy 

Besondere Merkmale: 

• Reflexmindernde OberflachenvergOtung 

• Aktive Flache 360 mm2 

• Wirkungsgrad typ. 10% 

• Passiviertes Kontaktsystem 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 
nahen infraroten Strahlung geeignet 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Schaltlitze 

Stranded 1111e 

Cu0,14mm2 Ll 57 

B 2/V.2.396/0175A1 

Features: 

• Antireflection surface coating 

• Active area 360 mm2 
• Efficiency typ. 10% 

• Passivated contacts 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

Strahlungsempfindliche Flache A = 360 mm 2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel 
Angle of half sensitivity 

a = 120° 

Ohne Gehi:iuse 
Without case 

Gewicht · Weight 
max. 0,69 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Umgebungstemperaturbereich 
Ambient temperature range 

Optische und elektrlsche KenngroBen 
Optical and electrlcal characteristics 

202 

lamb= 25oc 

Leerlaufspannung 
Open circuit voltage 

EA= 1klx 1) 

Temperaturkoeffizient von U0 
Temperature coefficient of U0 

EA= 1klx 1) 

KurzschluBstrom 
Short circuit current 

EA = 1 klxt), RL = 10 

KurzschluBempfindlichkeit 
Sensitivity, short circuit 

EA= 1 klx 1),RL = 10 

Temperaturkoeffizient von /k 
Temperature coefficient of I k 

EA = 1 klx 1), RL = 10 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

U = OJ = 10 kHz, EA = 0 

*) AOL = 0,65% 

1) Normlichtart A 
Standard illuminant A 

(DIN 5033/IEC 306-1) 

UR 1 v 

1amb -25 ... +100 oc 

Min. Typ. Max. 

Uo *) 300 400 mV 

TKuo -2 mV/°C 

/k*) 2,6 3,0 mA 

sk 2,6 3,0 µAllx 

TK1k 0,1 %/oC 

.l..p 850 nm 

.l..o,5 530 ... 1000 nm 

Ci 55 nF 



Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Jph = 1 mA, RL = 100 Q, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Anstiegszeit 
Rise time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ip 
-;0,02 
T 

Ip; 20µs 

76 1477 

MeBschaltung fUr: 
Test circuit for: tr- 1f 

Ga As-Diode 

500 

-a 

BPY70 

Min. Typ. Max. 

14 

7 

iph; 1 mA, 

durch Abstand ,.a" einstellen 

adjusted through distance ,,a" 

Oscilloscope 

Kanai II 
Channel JI 

µs 

µs 
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BPV79 

Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode 
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode 

Anwendung: Empfanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen 

Application: Detector in electronic control and drive circuits 

Besondere Merkmale: 
• Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb 

• Hermetisches Gehii.use 

• Durch kleinen Offnungswinkel von 30° 
unempfindlich gegen Fremdlichteinflusse 

• Fur die Bereiche der sichtbaren und der 
nahen infraroten Strahlung geeignet 

• Hohe Fotoempfindlichkeit 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

LINSE 
K/- LENS 

•· Al+ 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Umgebungstemperaturbereich 
Ambient temperature range 

B 2/V.2. 398/0175A 1 

"0,5 

Features: 

• Forphotodiodeand photovoltaic cell operation 

• Hermetically sealed case 

• Insensitive against background light 
due to narrow aperture of 30° 

• Suitable for visible and near infrared 
radiation 

• High sensitivity 

Strahlungsempfindliche Flii.che A = 3,8 mm2 

Radiant sensitive area 

Offnungswinkel a = 30° 
Angle of half sensitivity 

Minuspol/Kathode mit Gehii.use verbunden 
Negative terminal/cathode connected with case 

1amb 

.. JEDEC TO 18 
Gewicht · Weight 

max. 0,5g 

50 v 

-25 ... +100 •c 
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Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 400 °C/W 

Sperrschicht-Gehiiuse RthJC 80 °C/W 
Junction case 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25oc 

Fotoelement-Betrieb 
Photovoltaic cell operation 

Leerlaufspannung 
Open circuit voltage 

EA= 1001x 1) Uo 350 mV 
EA= 1 klx 1) Uo *) 300 400 mV 

EA= 10 klx 1) Uo 450 mV 

Temperaturkoeffizient von U0 
Temperature coefficient of U0 

EA= 1 klx 1) TKuo -2 mV/°C 

KurzschluBstrom 
Short circuit current 

EA= 1klx 1), RL = 1000 /k *) 35 60 µA 

KurzschluBempfindlichkeit 
Sensitivity, short circuit 

EA= 1klx 1), RL = 1000 sk 35 60 nA/lx 

Temperaturkoeffizient von /k 
Temperature coefficient of I k 

EA= 1 klx 1), RL = 1000 TK1k 0,1 %/oC 

Sperrschichtkapazitiit 
Junction capacitance 

U= 0, f= 10kHz,EA = 0 Ci 140 pF 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

/ph = 100 µA, RL = 1 kO, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Anstiegszeit 
Rise time 

tr 1 µs 

Abfallzeit t1 1 µs 
Fall time 

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A 
(DIN 5033/IEC 306-1) 

Standard illuminant A 
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Ip 
-=0,02 
T 

Ip= 20 µs 

76 1473 

o__J[ 

MeBschaltung fUr: 
Test circuit for: 1r- 1f 

Fotod i od en-Betri eb 
Photodiode operation 

Dunkelsperrstrom 
Reverse dark current 

UR= 20V,EA =O 

Hellsperrstrom 
Light reverse current 

UR= 20, v,EA = 1 klx 1) 

Absolute Empfindlichkeit 
Sensitivity 

Ga As-Diode 

50Q 

UR = 20 V, EA = 10-1 ... 104 Ix 1) 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

--
1kQ 

Iro*l 

lra*l 

s 

BPV79 

fph = 100 µA, 

du re h Abstand ,,a" einstellen 

adjusted through distance,,a" 

Oscilloscope 

Kanai II 
Channel II 

Min. 

40 

Typ. 

70 

70 

Max. 

30 nA 

µA 

nA/lx 

JR= 100 µA, EA= 0 U(BR)*l 50 v 

Sperrschichtkapazitat 
Junction capacitance 

U =OJ= 10 kHz, EA = 0 

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb 
Photovoltaic cell and photodiode operation 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 
Range of spectral bandwidth (50%) 

Ci 

*) AOL ~ 0,65% 1) Nonnlichtart A (DIN 5033/IEC 306-1) 
Standard illuminant A 

23 pF 

850 nm 

580 ... 1050 nm 
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CNY18 

Optoelektronisches Koppelelement 
Optically Coupled Isolator 

Aufbau Emitter: GaAs-Lumineszenzdiode 
Construction Detektor: Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor 

Anwendungen: Galvanische Trennung von Stromkreisen, ruckwirkungsfreier Schalter 
Applications: Galvanically separated circuits, non-interacting switches 

Besondere Merkmale: 

• Hermetisches Gehause 

• lsolationsprufspannung 500 V 

• Kleine Koppelkapazitat 

• Koppelfaktor typ. 0,5 

• Geringer Temperaturkoeffizient des 
Koppelfaktor 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

2,54 

'@ 
E 

.0'4,8 

r 
5.3 

Kollektor mit Gehause verbunden 
Collector connected with case 

B 2/V.2. 35010674 A 

.S5,7 £10,5 

13 

Features: 

• Hermetically sealed case 

• DC isolation voltage 500 V 

• Low coupling capacity 

• Current transfer ratio (CTR) typ. 0. 5 

• Low temperature coefficient of the 

CTR 

A 

,-
I 
I 
I 
L_ 

K 

c 

--, 
I - I - I 
I 

__J 

DIN 18 A 4 
JEDEC TO 72 

Gewicht · Weight 
max. 0,5 g 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

lsolationspriifgleichspannung 
DC isolation voltage 

t!i;; 1 min Uis 1) 500 v 
Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tamb::::; 25oc Ptot 250 mW 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -55 ... +125 °C 
Storage temperature range 

Sender 
Emitter 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

UR 3 v 

DurchlaBstrom 
Forward current 

/F 60 mA 

SpitzendurchlaBstrom 
Forward peak current 

1FM 200 mA 

StoBdurchlaBstrom 
Forward surge current 

tp r= 0,001, tp;:;;; 1 µs 1FSM 1,5 A 

Verlustleistung 
Power dissipation 

tamb :;;a 25oc Pv 100 mW 

Sperrschichttemperatur ti 125 oc 
Junction temperature 

Emptanger 
Detector 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U(BR)CEO 32 v 
Breakdown voltage, collector-emitter 

Emitter-Kollektor-Sperrspannung UECO 5 v 
Emitter-collector voltage 

Kollektorstrom Ic 150 mA 
Collector current 

Verlustleistung 
Power dissipation 

tamb :;;a25oc Pv 150 mW 

Sperrschichttemperatur ti 125 oc 
Junction temperature 

1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 
related to normal climate 23/50 DIN 50014 
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Elektrische KenngroBen 
Electrical characteristics 

Min. Typ. Max. 

lamb= 25oc 

lsolationswiderstand 
Isolation resistance 

Uis = 500 V, 40% relative Feuchte 
relative humidity 

Ris **) ') 

Kollektorstrom 
Collector current 

Uce = 5 V, IF= 10 mA Gruppe I Group Ill Ic *) 

Koppelfaktor 
Current transfer ratio 

Uce = 5 V, /F = 10 mA 

Gruppe I Group IV I c *) 

Gruppe I Group V I c *) 

Ic 
Gruppe I Group Ill k = - *) 

/F 

Ic 
Gruppe I Group IV k = - *) 

/F 

Ic 
Gruppe I Group V k = - *) 

/F 
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

Ic = 1 mA, /F = 10 mA Ucesat*l 
Grenzfrequenz 
Cut-off frequency 

Uce = 5 V, IF= 10 mA, RL = 100 0 
Koppelkapazitaten 
Coupling capacitances 

f = 1 MHz 

Amit K kurzgeschlossen - E mit C kurzgeschl. 
Amit K kurzgeschlossen - E und Can Masse 
Amit K kurzgeschlossen - E (Can Masse) 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

fg 

Us= 5 V, Ic = 5 mA, RL = 100 O,siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit td 
Delay time 

Anstiegszeit tr 
Rise time 

Einschaltzeit 1on 
Turn-on time 

Speicherzeit Is 
Storage time 

1010 

2,5 
4,0 
6,0 

0,25 

0,4 

0,6 

*) AOL= 0,65%, **)AOL= 2,5%, 1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 
related to normal climate 23/50 DIN 50 014 

170 

1,4 
1,1 
0,1 

1,8 

1,6 

3,4 

0,3 

5,0 
8,0 

12,0 

0,5 

0,8 

1,2 

0,2 

0 

mA 
mA 
mA 

v 

kHz 

pF 
pF 
pF 

µs 

µs 

µs 

µs 
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Abfallzeit 
Fall time 

Ausschaltzeit 
Turn-off time 

RG = 50 Q 

'P r =0,05 

Ip= 50 µs 

IF 

I 
I 
I 
I 
L 

MeBschaltung tur: 50 Q 

Test circuit for: 1r- 1f' 1d· 1s 

Sender 
Emitter 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 60 mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 3V 

Emptanger 
Detector 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector emitter breakdown voltage 

Ic = 1 mA 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UcE = 1 0 V, IF = 0, 

Kollektor-Basis-Stromverstarkung 
Current transfer ratio, collector-base 

UcE = 5 V, le = 100 µA 

Kollektor-Emitter-Kapazitat 
Collector emitter capacitance 

UcE= 0, f= 1 MHz 
UcE = 10 V, f= 1 MHz 
UcE = 30 V, f= 1 MHz 

*) AOL = 0,65 % 

216 

Min. Typ. Max. 

1,7 µs 

2,0 µs 

+5v 

Ic Jc= 5 mA, 

--- I 
I 

durch Eingangsamplitude einstellen 

adjusted through inpur amplitude 

I 
_J 

Kanai II 
Channel II 

U(BR)CEO *) 

1co *) 

hFE 

CcEO 
CcEO 
CCEO 

Oscilloscope 

RL "° 1 MQ 

CL,; 20pF 

76 1 4 0 9 Tfk 

32 

100 

1,25 1,7 

0,35 10 

2 

7 
3,5 
2,5 

100 

v 

µA 

v 

nA 

pF 
pF 
pF 
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CNY21 
VOE giitebestatigtes Bauelement 1) 

VDE quality tested device 1) 

Optoelektronisches Koppelelement 
Optically Coupled Isolator 

Aufbau 
Construction 

Emitter: 
Detektor: 

GaAs-Lumineszenzdiode 
Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor 

Anwendungen: Galvanische Trennung von Stromkreisen, 
Ruckwirkungstreier Schaller 

Applications: Galvanical/y separated circuits, 
Non-interacting switches 

Besondere Merkmale: Features: 

• lsolationsspannung 10 kV-

• Nenn-lsolations-Betriebsspannung 1) 

1500 V bzw. 1800 V- flir lsolationsgruppe B 
nach VDE 0110/11.72 

• Koppelfaktor typ. 0,5 

• lsolations-Luftstrecke > 9 mm 

• lsolations-Kriechstrecke > 12 mm 

• Fur Stromkreise mit Eigensicherheit 
(Ex) i GS geeignet 2) 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

15,24 
-------- 2,2 

A C 

7,6 ±0,2 ----1 

<0,33 

7,6+0,6 

• Isolation voltage 

e Nominal isolation operating voltage 1) 

1500 V or 1800 V- for isolation group B 
according to VOE 0110111. 72 

e Current transfer ratio (CTR) typ. 0. 5 

• Isolation air path > 9 mm 
• Isolation leak path > 12 mm 
e Suitable current with intrinsic safety 

(Ex) i G5 2) 

A 

r-
I 
I 
I L_ 

K 

c 

-, 
I - I - I 
I 

__J 

E 

Kunststoftgehause 
Plastic case 

=JEDECTO 116 
Gewicht · Weight 

max. 1,5 g 

1) Nach DIN-Testreihe isolationsfest und funktionsbestandig gemaB VDE-PrUfbericht vom 22. 1. 1974 
According to VOE test certificate dated 22. 1. 1974 

2) nach PrUfschein Nr. Ill B/E-26 507 U der PTB 
According to test certificate Nr. Ill BIE-26 507 U of PTB 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

lsolationsprufgleichspannung 
DC isolation voltage 

t;;;; 1 min Uis 1l 10 kV 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tamb;:;;;; 25oc Ptot 250 mW 

Lagerungstemperaturbereich tstg -55 ... +100 oc 
Storage temperature range 

Sender 
Emitter 

Sperrspannung UR 5 v 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom /F 50 mA 
Forward current 

StoBdurchlaBstrom 
Forward surge current 

tp 
T= 0,001, Ip;$ 10 µs 1FSM 1,5 A 

Verlustleistung 
Power dissipation 

lamb;:;;;; 25oc Py 120 mW 

Sperrschichttemperatur tj 100 oc 
Junction temperature 

Emptanger 
Detector 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U(BR)CEO 32 v 
Breakdown voltage, collector-emitter 

Emitter-Kollektor-Sperrspannung UECO 5 v 
Emitter-collector voltage 

Kollektorstrom Ic ,50 mA 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Peak collector current 

tp 
r= 0,5, fp;:;;;; 10 ms 1CM 100 mA 

Verlustleistung 
Power dissipation 

tamb;;;:: 25oc Py 130 mW 

Sperrschichttemperatur tj 100 oc 
Junction temperature 

1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 
related to normal climate 23150 DIN 50 014 
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CNY21 CNY21 

Elektrische KenngroBen 
Electrical characteristics 

Min. Typ. Max. 

'amb = 25oc 

lsolationsprUfgleichspannung 
DC isolation voltage 

t!;;:; 1 min 

lsolationswiderstand 
Isolation resistance 

Uis = 1000 V, 40% rel. Feuchte 
rel. humidity 

Kollektorstrom 
Collector current 

lF = 10 mA, UcE = 5 v 
lF = 20 mA, UcE = 5 v 

Koppelfaktor 
Current transfer ratio 

lF = 10 mA, UcE = 5 v 
Kollektor-Emitter-Sii.ttigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

lF= 10mA,lc= 1 mA 

Grenzfrequenz 
Cut-off frequency 

lF = 5 mA, UcE = 5 v. RL = 100 0 

Koppelkapazitii.t 
Coupling capacitance 

f = 500 kHz 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Uis **) 1) 

Ris **) 1) 

le*) 

le 

le 
k=-

lF 

UcEsat*> 

fg 

ck 

Us= 5 V, le= 5 mA, RL = 100 0, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit td 
Delay time 

Anstiegszeit tr 
Rise time 

Einschaltzeit 1on 
Turn-on time 

Speicherzeit ts 
Storage time 

Abfallzeit 't 
Fall time 

Ausschaltzeit 1off 
Turn-off time 

10 

2,5 
5 

0,25 

*) AOL= 0,65%, **)AOL= 2,5%, 1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 
related to normal climate 23/50 DIN 50014 

kV 

1014 0 

5 mA 
10 mA 

0,5 

0,3 v 

170 kHz 

0,3 pF 

1,8 µs 

1,6 µs 

3,4 µs 

0,3 µs 

1,7 µs 

2,0 µs 
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RG = 50 Q 

'p 
"T =0.05 

'P = 50 µs 

MeBschaltung fiir: 
Test circuit for: 1r> 1f• 1d• ts 

Sender 
Emitter 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 50 mA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

/R = 100 µA 

Emptanger 
Detector 

I 
I 
I 
I 
L 

50 Q 

Kollektor-Emitter-Durehbruchspannung 
Breakdown voltage, collector-emitter 

le= 1 mA 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UcE = 20 V, /F = 0, EA= 0 

*) AOL = 0,65% 

222 

---

+5V 

le le= 5 mA, 

I 
I 

durch Eingangsamplitude einstellen 

adjusted through input amplitude 

I 
_J 

Kanai II 
Channel II 

U(BR) *) 

Oscilloscope 

RL ~ 1 MQ 

CL-" 20pF 

76 1 4 0 9 Tfk 

Min. Typ. Max. 

1,2 1,6 

5 

U(BR)CEO *) 32 

10 200 

v 

v 

v 

nA 
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CNY 36 · CNY 37 

Optoelektronischer Gabelkoppler 
Photon coupled interrupter modules 

Aufbau Emitter: GaAs Lumineszenzdiode 

Construction Detektor: Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor 

Anwendungen: Optoelektronische Abtast- und Schalteinrichtung z. B. tur Farbmaskenerkennung, 
Codierscheibenabtastung usw. 

Applications: Opto-electronic scanning and switching devices i. e., colour brand coded recep­
tion, coded disk scanning etc. (opto-electronic encoder assemblies for trans­
missive sensing) 

Besondere Merkmale: Features: 

• Kompakte Bauform • Compact construction 

• CNY 36 tur Leiterplattenmontage • CNY 36 for printed circuit board construction 

• CNY 37 mit Befestigungsflanschen 

• Kein Justieraufwand 

• Kontaktloser Schalter, dadurch hohe 
Zuverlassigkeit 

• Kunststoff-Gehause 

• CNY 37 with mounting flange 

• No selfing efforts 

• No contact switching, therefore, high 
reliability 

• Plastic case 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

LICHTEMPFINDLICHE ZONE 02 UM DIESEN SCHNITTPUNKT 
RAnfAT/OA' SE,'vSIT/11: LOVE c} Al IHI. CROSSOI ER 

--- 12,6 -- ,;:__- ----1a.15'°'~ --
3,05·o.s -- , 

-f,· - +I - l 
10,2 

1'~" -+-

~-5.s----! 

l-~-lf 1-:-1 ~· 
CNY36 

A 

r- ,, -, 
I I I I 
I E -- D I -I I I I L_ L__L _ _J 

B 2/V.2. 574/0475A 1 

LICHTEMPFINOLICHE ZONE <>2 UM DIESEN SCHNITTPUNKT 
RAf)/,j//()\ ~/."\.\Ir/IE /O,\E a2 ~r rHE CROS5/Jlf.R i,z _____ ,,,,. ... 

___ _L_\ 

'--.,-..,-,.,--'I ,,.. 
I: 2,7 

CNY37 

Kunststoffgehause 
Plastic case 

225 

I 



CNY36 • CNY37 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tamb,,; 25oc Ptot 250 mW 

Lagerungstemperaturbereich tstg -25 ... +85 oc 
Storage temperature range 

Maximal zulassige Uittemperatur 
Soldering temperature, maximal 

tS 3 S 

Abstand vom Gehause;;;;; 2 mm tsd 245 oc 
Distance to the case 

Sender 
Emitter 

Sperrspannung UR 5 v 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom IF 60 mA 
Forward current 

StoBdurchlaBstrom 
Forward surge current 

tp 
T = 0,01, tp s 0, 1 ms /FSM A 

Verlustleistung 
Power dissipation 

tamb,,; 25oc Py 100 mW 

Sperrschichttemperatur tj +85 cc 
Junction temperature 

Empfii.nger 
Detector 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U(BR)CEO 32 v 
Breakdown voltage, collector-emitter 

Emitter-Kollektor-Sperrspannung UECO 5 v 
Emitter collector voltage 

Kollektorstrom Ic 100 mA 
Collector current 

Verlustleistung 
Power dissipation 

tamb,,; 25oc Py 150 mW 

Sperrschichttemperatur ti 85 oc 
Junction temperature 
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CNY 36 · CNY 37 

Elektrische KenngroBen Min. Typ. Max. 
Electrical characteristics 

tamb = 25oc 

Kollektorstrom 
Collector current 

UcE = 10V, /F = 20 mA Jc*) 0,2 0,8 mA 

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

Ic = 25 µA, /F = 20 mA UcEsat*> 0,4 v 

Sender 
Emitter 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 20 mA UF*) 1,5 v 
Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

JR= 100 µA U{BR) *) 5 v 

Empfiinger 

I Detector 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ic = 1 mA U(BR)CEO *) 32 v 
Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UcE = 10 V, /F = 0, EA= 0 lco *) 100 nA 

*) AOL = 0,65% 
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CQY42 

Optoelektronisches Koppelelement 
Optically Coupled Isolator 

Aufbau Emitter: 
Construction Deleklor: 

GaAs-Lumineszenzdiode 
Silizium-NPN-Epilaxial-Planar-Folotransislor 

Anwendungen: Galvanische Trennung von Stromkreisen, 
ROckwirkungsfreier Schaller 

Applications: Galvanically separated circuits, 
Non-interacting switches 

Besondere Merkmale: 

• Hermetisches Gehause 

• lsolalionsprufspannung 500 V 

• Kleine Koppelkapazitii.l 

• Koppelfaklor lyp. 1,0 

•Geringer Temperalurkoeffizienl 
des Koppelfaklors 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

2,54 

·@:. 
c 

B 2/V.2. 39910175 A 1 

114,8 

_C 
/115,7 

5.3 

ll0,5 

13 

• Hermetically sealed case 

• DC isolation voltage 500 V 

• Low coupling capacity 

•Current transfer ratio typ. 1.0 

• Low temperature coefficient of the current 
transfer ratio 

A 

r- -, 
I I 

I - I 
I 

----... I 
I L_ __J 

K 

Kalhode mil Gehii.use verbunden 
Cathode connected with case 

DIN 18 A 4 
JEDECTO 72 

Gewichl · Weight 
max. 0,5 g 
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CQY42 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

lsolationsprufgleichspannung 
DC isolation voltage 

i;;;; 1 min Uis ') 500 y 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lamb;:;;; 25oc Ptot 200 mW 

Lagerungstemperaturbereich lstg -25 ... +125 oc 
Storage temperature range 

Sender 
Emitter 

Sperrspannung UR 4 y 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom /F 50 mA 
Forward current 

StoBdurchlaBstrom 
Forward surge current 

Ip;:;;; 1 µs 1FSM 1,5 A 

Yerlustleistung 
Power dissipation 

lamb;:;;; 25oc Py 75 mW 

Sperrschichttemperatur ti 125 oc 
Junction temperature 

Empfiinger 
Detector 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U(BR)CEO 32 y 
Breakdown voltage, collector-emitter 

Emitter-Kollektor-Sperrspannung 
Emitter-collector voltage 

UECO 4 y 

Kollektorstrom Ic 50 mA 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Ip r= 0,5, Ip;:;;; 10 ms 1CM 100 mA 

Yerlustleistung 
Power dissipation 

lamb;:;;; 25oc Py 125 mW 

Sperrschichttemperatur ti 125 oc 
Junction temperature 

1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 
related to normal climate 23/50 DIN 50014 
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Elektrische KenngroBen Min. 
Electrical characteristics 

lamb= 25oc 

lsolationspriifgleichspannung 
DC isolation voltage 

1:;;:; 1 min uis **) 'l 500 

lsolationswiderstand 
Isolation resistance 

Uis = 500 V, 40% relative Feuchte 
relative humidity 

Ris **) ') 

Kollektorstrom 
Collector current 

UcE = 5 V, lF = 5mA lc*l 
lF=10mA lc*l 4 

Koppelfaktor 
Current transfer ratio le 

UcE=5V,lF=10mA k= -*) 0,4 
lF 

Kollektor-Emitter-Siittigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

le = 1 mA, lF = 5 mA UeEsat*l 

Grenzfrequenz 
Cut-off frequency 

UcE = 5 V, le= 5 mA, RL = 100 0 fg 

Koppelkapazitiit 
Coupling capacitance 

f = 500 kHz ck 

*)AOL= 0,65%, **)AOL= 2,5%, 1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 
related to normal climate 23/50 DIN 50014 

CQY42 

Typ. Max. 

v 

1010 0 

4 mA 
10 mA 

1,0 

0,3 v 

170 kHz I 
1,6 pF 
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CQY42 

Schaltzeiten Min. Typ. Max. 
Switching characteristics 

le = 5 mA, RL = 100 Q, Us = 5 V, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit 
Delay time 

Anstiegszeit 
Rise time 

Einschaltzeit 
Turn-on time 

Speicherzeit 
Storage time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ausschaltzeit 
Turn-off time 

RG = 50 Q 

'P "T =0.05 

Ip= 50 µs 

76 140 9 Tfk 

MeBschaltung fUr: 
Test circuit for: t,. 1f· td, 1s 

232 

lF 

r ---
I -I -I 
L ---

td 

tr 

1on 

ts 

If 

1off 

+5V 

le 

-, 
I 
I 

_J 

1,8 

1,6 

3,4 

0,3 

1,7 

2,0 

le= 5 mA, 

durch Eingangsamplitude einstellen 

adjusted through input amplitude 

Oscilloscope 

RL ~ 1 MQ 

CL :s 20pF 
Kanai II 
Channel II 

µs 

µs 

µs 

µs 

µs 

µs 



CQY42 

Sender Min. Typ. Max. 
Emitter 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 10 mA UF*) 1,15 v 
/F = 50 mA UF*) 1,25 1,5 v 

Differentieller DurchlaBwiderstand 
Differential forward resistance 

/F = 10mA 'I 4 Q 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

/R = 100 µA U(BR)*) 4 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 2V /R 2 nA 

Kapazitat 
Capacitance 

U = 0,f = 500 kHz Co 140 pF 

Empfiinger 
Detector 

I Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector emitter breakdown voltage 

le= 1 mA u(BR)CEo*) 32 v 
Emitter-Kollektor-Durchbruchspannung 
Emitter collector breakdown voltage 

/E = 100µA U(BR)ECO 4 v 
Kollektordunkelstrom 
Collector dark current 

UcE = 20 V, /F = 0, EA = 0 1co*) 5 100 nA 

Kollektor-Emitter-Kapazitat 
Collector emitter capacitance 

UcE = 5 V,f = 500 kHz CcEo 2,4 pF 
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CQY42 
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CQY80 

Optoelektronisches Koppelelement 
Optically Coupled Isolator 

Aufbau Emitter: GaAs-Lumineszenzdiode 
Construction Detektor: Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor 

Anwendungen: Galvanische Trennung von Stromkreisen, rOckwirkungsfreier Schaller 

Applications: Ga/vanical/y separated circuits, non-interacting switches 

Besondere Merkmale: 

• lsolationsprOfspannung 4 kV-

• Mini-DIP-Gehause 

• Kleine Koppelkapazitat typ. 0,3 pF 

• Koppelfaktor typ. 0,6 

• Geringer Temperaturkoeffizient des 
Koppelfaktors 

Features: 

• Isolation voltage 4 kV -

• Mini-DIP-case 

• Low coupling capacity typ. 0.3 pF 

• Current transfer ratio typ. 0.6 

• Low temperature coefficient of the CTR 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

i--- 7.6 .,, 

Ir- 6.6--J 

0.53 

I __J2.54 r 

--s.s__J 

6 5 4 

B 
3 

B 2/V.2.355/1174A2 

I 

5.4 

3,3 0,3 

l 

Emitter: 1 Anode 
2 Kathode 
3 Nicht angeschlossen 

Non connected 

Detektor: 4 Emitter 
5 Kollektor 
6 Basis 

r--r--r i-LY-1 
I h I : A; I 
L_ -- --t-_J 

1 2 3 

Kunststoffgehause 
Plastic case 

Gewicht · Weight 
ca. 0,7 g 
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CQYSO 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

lsolationsprUfgleichspannung 
DC isolation voltage 

t:;;;; 1 min Uis ') 4 kV 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tamb;:;;; 25oc Ptot 250 mW 
Lagerungstemperaturbereich tstg -55 ... +100 oc 
Storage temperature range 

Maximal zulassige Lottemperatur 
Soldering temperature, maximal 

t;;;; 3 s 

Abstand vom Gehiiuse :;;:; 2 mm tsd 260 oc 
Distance to the case 

Sender 
Emitter 

Sperrspannung UR 5 v 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom IF 60 mA 
Forward current 

StoBdurchlaBstrom 
Forward surge current 

tp r= 0,001, tp;:;;; 10 µs 1FSM 1,5 A 

Verlustleistung 
Power dissipation 

tamb;:;;; 25oc Py 100 mW 

Sperrschichttemperatur tj 100 oc 
Junction temperature 

Emptanger 
Detector 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U(BR)CEO 32 v 
Breakdown voltage, collector-emitter 

Emitter-Kollektor-Sperrspannung UECO 5 v 
Emitter-collector voltage 

Kollektorstrom Ic 50 mA 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

tp r= 0,5, tp;:;;; 10 ms 1CM 150 mA 

Verlustleistung 
Power dissipation 

tamb;:;;; 25oc Py 150 mW 

Sperrschichttemperatur 100 oc 
Junction temperature tj 
1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 

related to normal climate 23/50 DIN 50014 
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CQYSO 

Elektrlsche KenngroBen 
Electrical characteristics 

Min. Typ. Max. 

'amb = 25oc 

lsolationspriifgleichspannung 
DC isolation voltage 

t<:: 1 min 

lsolationswiderstand 
Isolation resistance 

Uis = 1 kV, 40% relative Feuchte 
relative humidity 

Kollektorstrom 
Collector current 

UcE = 5V, IF= 10mA 
IF= 20 mA 

Koppelfaktor 
Current transfer ratio 

UcE = 5 V, IF= 10 mA 

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 

Ic = 1mA,/F=10mA 

Grenzfrequenz 
Cut-off frequency 

UcE = 5V, IF= 10mA,RL = 1000 

Koppelkapazitat 
Coupling capacitance 

f = 500 kHz 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Uis **) ') 

Ris **) ') 

Ic*> 
Ic*> 

Ic 
k= - *) 

IF 

UcEsat*> 

fg 

u5 = 5 V, Ic = 5 mA, RL = 100 O, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Verzogerungszeit 'd 
Delay time 

Anstiegszeit tr 
Rise time 

Einschaltzeit 'on 
Turn-on time 

Speicherzeit 's 
Storage time 

Abfallzeit 't 
Fall time 

Ausschaltzeit 'off 
Turn-off time 

4 

2,5 
4,0 

0,25 

*)AOL= 0,65%, **) AOL = 2,5%, 1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 
related to normal climate 23/50 DIN 50014 

kV 

1012 Q 

6 mA 
12 mA 

0,6 

0,3 v 

170 kHz 

0,3 pF 

1,8 µs 

1,6 µs 

3,4 µs 

0,3 µs 

1,7 µs 

2,0 µs 
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CQY80 

RG = 50 Q 

'P y =0.05 

'P = 50 µs 

76 1 4 0 9 Tfk 

MeBschaltung Hir: 
Test circuit for: tr- ft, td, ts 

Sender 
Emitter 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 50mA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR = 100 µA 

Empfii.nger 
Detector 

I 
I 
I 
I 
L 

50Q 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector emitter breakdown voltage 

Ic = 1 mA 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 

UcE = 20V, IF= 0, EA= 0 

*) AQL = 0,65% 

240 

+5V 

IC= 5 mA, 

durch Eingangsamplitude einstellen 

adjusted through input amplitude 

Kanai II 
Channel II 

UF*) 

U(BR)CEO*) 

1co *) 

Oscilloscope 

Min. Typ. 

1,2 

5 

32 

10 

Max. 

1,6 v 

v 

v 

200 nA 



Foto-Schwellenwertschalter Photo Threshold Switch I 





• U102 P 

Monolithisch lntegrierter Fotoschwellenwertschalter 
Monolithic Integrated Photo Threshold Switch 

Anwendungen: Belichtungs- und Beleuchtungssteuerung 
Lichtschranken mit direkter Relaisansteuerung 
Dammerungsschalter 

Applications: Exposure and illumination control 
Light barrier with direct relay control 
Twilight switch 

Besondere Merkmale: 

• lntegrierter Schalter und Fotoempfanger 
auf einem Chip 

• Extern regelbare Lichtempfindlichkeit 

• Extern regelbare Hysterese 

• Endstufen mit offenem Kollektor 
UcE = 30 V, Ic = 70 mA 

• Ruhestrom 188 = 2,5 mA 

Features: 

• Integrated switch and photo detector 
on one chip 

• External controlled light sensitivity 

• External controlled hysteresis 

• Output stages with open collector 
UcE = 30 V, le = 70 mA 

• Quiescent current 158 = 2.5 mA 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

3 

PLANFENSTER 
FLAT WINDOW 

5,1 

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FliliCHE 
RADIANT SENSITIVE AREA 

B 2/V.2. 576/0475A 1 

13 

f 137 

Strahlungsempfindliche Flache 
Radiant sensitive area 

A= 1 mm' 

Gehause 
Case 

=5G8 DIN 41873 
=JEDEC M0002AG 

Gewicht · Weight 
max. 1,5 g 
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u 102 p 

5 

r,, 
R2 

T7 
D2 

R3 

6 8 

Fig. 1 Schaltung und AnschluBbelegung 
Diagram and pin connections 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Versorgungsspannung 
Supply voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
der Endstufen 
Collector-emitter voltage 
of the output stages 

Kollektorstrom der Endstufen 
Collector current of the output stages 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lambs; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Umgebungstemperaturbereich 
Ambient temperature range 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

244 

Us 

UcEo 

Ic 

Ptot 

lj 

1amb 

1stg 

Ausgang Q1 
Output 

Inv. Ausgang Q2 
Inv. output 

Hysterese 
Hysteresis 

Pin 

2 

3 

4 

Anode der Fotodiode 5 
Anode of the photo diode 

Schaltschwelle 
Threshold 

6 

Temperaturkompensation 7 
151s1 2 Temperature compensation 

Bezugspunkt -Us 8 
Reference point 

15 v 

30 v 

70 mA 

400 mW 

125 oc 

-55 ... + 70 oc 

-55 ... +125 oc 



U102 P 

Wiirmewlderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 250 °C/W 
Junction ambient 

Optische und elektrische KenngroBen 
Optical and electrical characteristics 

lamb= 25oc 

Versorgungsspannungsbereich Us 5 15 v 
Supply voltage range 

Ruhestromaufnahme 
Quiescent current 

Us= 5V 1ss 2,5 mA 

Kollektor-Dunkelstrom 
Collector dark current 1co *) 

UcE = 5 V, EA = 0 50 nA 

Absolute Empfindlichkeit Fig. 3 
Sensitivity 

R(TO) = oo s(TO) ') 5 Ix 

R(TO) = 10 kO s(TO) ') 3000 Ix 

Hysterese Fig. 4 
Hysteresis 

RH= 10k0 LlsH 30 % s(TO) 

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit ..lp 660 nm 
Peak wavelength sensitivity 

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) ..io,5 500 ... 860 nm I Range of spectra/ bandwidth (50%) 

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Saturation voltage, collector-emitter 
Us = 5 V, le = 20 mA, UcEsat*l 0,3 v 

le= 50 mA UcEsat*l 0,4 v 
Arbeitsfrequenz 
Operating frequency 

R(TO) = 50 kO, LIEHy :5 5% · E(TO) f 7 kHz 

Schaltzeiten 
switching characteristics 

Us= 5 V, RL = 1 kO, R(TO) = 0 ... oo, RH= 0 ... oo, lamb= 25°C 

Anstiegszeit Ir 100 ns 
Rise time 

Abfallzeit ft 100 ns 
Fall time 

*) AOL = 0,65%, 1) Normlichtart A 
(DIN 5033/IEC 306-1) 

Standard lttuminant A 
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U102P 

Fig. 2 Anwendungsbeispiel 
Application note 

6 

7 

781915 

>-+_,._f"',___~-+-++< Us= 5 V '-'-+-->--+++< 

>--+--+--~-++< RL = 150 Q 1-+-+++I 

1ooo~E:l~~~~~~~R~"E=1~o~•n~~~ 
Ix ~ 

i 

~ 
Fig. 3 

10 100 1000 kQ 

R(TO)-
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761916 

t Rn 
JEA~l---+-++++++i---'--LJ...LI.J..1K+--+--++t++ffi 

76 1914 

£ (TQ)~l-+-+++l+H 'amb = 25 oc "'----+--.,_....,......,.. 
ao.i.-_J__j_~~~~~-1-11---+-++l+l-l!l 

% 

Fig.4 O+-..................... '"'°'"+__._._ ......... __ _.__.____. 
1 10 100 kQ 

RH-
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10. Stichwortverzeichnis 

A 
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Absolute Grenzdaten A 20 
Absolute spektrale Empfindlichkeit A 10 
Absolute Temperatur A 11 
Abstrahlwinkel A 15 
Aktinitiit A 3 
Anstiegszeit A 45 
AQL A48 
Ausschaltzeit A 45 

B 
Beleuchtungsstiirke A 4/A 5 
Bereich der spektralen Empfindlichkeit A 1 !5 
Bestrahlungsstiirke A 4 

c 
Candela A 4 
Current transfer ratio A 7 
CTR (k) A 7 

D 
Differentieller DurchlaBwiderstand A 9 
Dioden-Kapazitiit A 4 
Dunkelsperrstrom A 7 
Dunkelsperrstrom, Messung des A 41 
Dunkelstrom A 6 
Durchbruchspannung A 13 
DurchlaBspannung A 14 · 
DurchlaBspannung, Messung der A 37 
DurchlaBstrom A 6 

10. Subject Index 
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Absolute maximum ratings A 20 
Absolute temperature A 11 
Accessories A 57 
Actinity A 3 
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Ambient temperature range A 11 
Angle of half intensity A 15 
Angle of half sensitivity A 15 
AOL A48 
Assembly instructions A 50 

B 
Breakdown voltage A 13 

c 
Candela A 4 
Case temperature A 11 
Characteristics A 21 
Collector current, Measurement of A 44 
Collector dark current A 6 
Collector dark current, Measurement of A 42 
Collector-emitter capacitance A 3 
Collector-emitter saturation voltage A 14 
Collector-emitter saturation voltage, 
Measurement ol A 43/A 44 
Collector-emitter voltage, Measurement of A 42 
Collector light current A 6 
Collector light current, Measurement of A 42 
Colour temperature A 12 
Cooling plates, Calculation of A 52ff. 
Couplers, technology A 31 
Coupling capacity A 4 
CTR (k) A 7 
Current transfer ratio A 7 
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D 
Dark current A 6 
Delay time A 45 
Detector devices, operation principle A 25 
Detector devices, technology A 28 
Differential forward resistance A 9 
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E 
Einschaltzeit A 45 
Emitterbauelemente, Technologie A 26 
Emitterbauelemente, Wirkungsweise A 23 
Empfangerbauelemente, Technologie A 28 
Empfangerbauelemente; Wirkungsweise A 25 
Empfindlichkeit A 10 
Empfindlichkeit, Bereich der spektralen A 15 

F 
Farbtemperatur A 12 
Foto-Darlingtontransistor, Technologie A 29 
Fotodioden, Technologie A 29 
Fotoelemente, Technologie A 28 
Foto-PIN-Diode, Technologie A 29 
Fotospannung A 15 
Fotostrom A 7 
Fototransistor, Technologie A 29 

G 
Gehausetemperatur A 13 
Grenzdaten, absolute A 20 
Grenzfrequenz A 5 

H 
Halbwertsbreite, spektrale A 15 
Hellsperrstrom A 7 
Hellsperrstrom, Messung des A 41 
Hellstrom A 5 

lsolationsspannung A 14 

K 
KenngroBen A 21 
Klimatische Bedingungen A 57 
Kollektor-Dunkelstrom A 6 
Kollektor-Dunkelstrom, Messung des A 42 
Kollektor-Emitter-Kapazitat A 3 
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Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung, 
Messung der A 43/ A 44 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung, 
Messung der A 42_ 
Kollektor-Hellstrom ~ 5 
Kollektor-Hellstrom, Messung des A 42 
Kollektorstrom, Messung des A 44 
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E 
Effective radiant power A 16 
Emitter devices, operation principle A 23 
Emitter devices, technology A 26 
Environmental conditions A 57 

F 
Fall time A 45 
Flat window A 55 
Forward current A 6 
Forward voltage A 14 
Forward voltage, Measurement of A 37 

H 
Heat removal A 51 

I 
I/luminance, illumination A 4/A 5 
lrradiance, irradiation A 4 
Isolation voltage A 14 

J 
Junction capacitance A 4 
Junction temperature A 12 



Koppelelemente, Technologie A 31 
Koppelkapazitat A 4 
KUhlbleche, KUhlkorper, Berechnung der A 52ff. 
KurzschluBempfindlichkeit A 10 
KurzschluBstrom A 6 
KurzschluBstrom, Messung des A 42 

L 
Lagerungstemperaturbereich A 15 
Leerlaufempfindlichkeit A 10 
Leerlaufspannung, Messung der A 42 
Leuchtdioden, Physik A 23ff. 
Leuchtdioden, Technologie A 27 
Leuchtdichte A 8 
Linsen A 55 
Lichtmenge A 9 
Lichtstarke A 7 
Lichtstarke, Messung der A 40 
Lichtstrom A 16 
Lbttemperatur A 50/A 51 
Lbtvorschriften A 50 
Lumineszenzdioden, Physik A 23ff. 
Lumineszenzdioden, Technologie A 26 

M 
Matchingfaktor A 8 
MeBtechnik A 37 
Montagevorschriften A 50 

N 
Normlichtart A A 4 
Nutzbarer StrahlungsfluB A 16 

0 
Offnungswinkel A 15 
Optische Eigenschaften A 55 

p 
PIN-Diode, Fote- A 28/A 29 
Planfenster A 55 

R 
Raumwinkel A 17 
Relative spektrale Empfind\ichkeit A 10 

L 
Lenses A 50 
Light current A 5 
Light emitting diodes, physical theory A 23ff. 
Light emitting diode, technology A 27 
Light reverse current A 7 
Light reverse current, Measurement of A 41 
Luminance A 8 
Luminance existance A 9 
Luminescence diodes, physical theory A 23ff. 
Luminescence diodes, technology A 26 
Luminous flux A 16 
Luminous intensity A 7 
Luminous intensity, Measurement of A 40 

M 
Matching factor A 8 
Measurement techniques A 37 

0 
Open circuit voltage, Measurement of A 42 
Optical characteristics A 55 

p 
Photo current A 7 

Photo Darlington transistor, technology A 29 
Photodiodes, technology A 29 
Photo PIN diode, technology A 28/A 29 
Phototransistor, technology A 29 
Photovoltaic cells, technology A 28 

Q 
Quantity of light A 9 

R 
Radiance A 8 
Radiant energy A 9 
Radiant existance A 9 
Radiant flux (see Radiant power) 
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s 
Schaltzeiten A 44 
Spektrale Empfindlichkeit A 1 O 
Spektrale Halbwertsbreite A 15 
Speicherzeit A 45 
Sperrschichtkapazitat A 4 
Sperrschichttemperatur A 12 
Sperrspannung, allgemein bei Transistoren A 13 
Sperrspannung A 15 
Sperrspannung, Messung der A 38/ A 40 
Sperrstrom A 7 
Spezifische Ausstrahlung A 9 
Spezifische Lichtausstrahlung A 9 
Strahldichte A 8 
Strahlstarke A 6 
Strahlung A 23 
Strahlungsempfindliche Flache A 3 
StrahlungsfluB A 16 
StrahlungsfluB, Messung des A 38 
Strahlungsleistung (s. StrahlungsfluB) 
Strahlungsmenge A 9 

T 
Temperatur, absolute A 11 
Temperaturkoeffizient A 12 
Typenbezeichnungssystem A 1 

u 
Umgebungstemperaturbereich A 11 

v 
Verzogerungszeit A 45 

w 
Warmeableitung A 52 
Warmewiderstande A 21 

z 
Zubehor A 57 
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Radiant intensity A 6 
Radiant power A 16 
Radiant power, Measurement of A 39 
Radiant sensitive area A 3 
Radiation A 23 
Range of spectral bandwidth A 15 
Reverse continuous dark current, 
Measurement of A 41 
Reverse current A 7 
Reverse voltage A 15 
Reverse voltage, Measurement of A 39/A 40 
Rise time A 45 

s 
Sensitivity A 10 
Sensitivity, open circuit A 10 
Sensitivity, short circuit A 10 
Short circuit current A 6 
Short circuit current, Measurement of A 42 
Soldering instructions A 50 
Soldering temperature A 50/A 51 
Solid angle A 17 
Spectral half bandwidth A 15 
Spectral sensitivity A 1 O 
Standard illuminant A A 4 
Storage temperature range A 13 
Storage time A 45 
Switching characteristics A 44 

T 
Temperature coefficient A 12 
Thermal.resistances A 21 
Turn-off time A 45 
Turn-on time A 45 
Type designation A 1 



Anschriften Adresses I 





AEG·TELEFUNKEN 
FACHBEREICH HALBLEITER 
Vertrieb 

Postfach 1109 
7100 Heilbronn 
Tel.: 17131) 8821·Telex07-28746 

Auskunfte uber unser Produktionsprogramm erteilt: 

AEG-TELEFUNKEN 
Bauelemente - AuBenvertrieb: 

1000 Berlin 33, Hohenzollerndamm 150 
Tel. (030) 8282171-3, Telex 01-83581 

2000 Hamburg 36, Stadthausbriicke 9 
Tel. (040) 3498-317, Telex 02-11609 
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3000 Hannover, AlemannstraBe 17 
Tel. (0511) 1678-1, Telex 09-21318 

4000 Diisseldorf, BagelstraBe 104 
Tel. (0211) 46 00 61, Telex 08-584 857 

6708235 

6230 Frankfurt 63, Postfach 830009 
Tel. (0611) 73 71 24, Telex 04-14477 

730146 

7032 Slndelflngen, Untere Vorstadt 9 

Distributoren: 

Distron 
1000 Berlin 33, Mecklenburgische StraBe 24 b 

Tel. (030) 8 23 30 64/65, Telex 01-85 478 

ENATECHNIK·ELEKTRONIK 
DISTRIBUTOR 
2085 Quickborn, SchillerstraBe 14 

Tel. (0 41 06) 6 12-1, Telex 02-13 590 

RTG E. SPRINGORUM KG 
4600 Dortmund, BronnerstraBe 7 

Tel. (0231) 579252, Telex 08-22534 

BERGER-ELEKTRONIK GmbH 
Mansfeld GmbH u. Co. KG. 
Distributor elektr. Bauelemente 
6000 Frankfurt, Am Tiergarten 14 

Tel. (0611) 490311, Telex 04-12 649 

Tel. (0 7031)87 5084-86, Telex07-265 626 elecdls 
Karl Ruggaber KG 
7250 Leonberg-Eltingen, HertichstraBe 41 

7730 VS-Villlngen, LuisenstraBe 9 Tel. (07152)47081, Telex 07-24192 
Tel. (07721) 59065, Telex 07-921512 

8000 Miinchen 19, ArnulfstraBe 199 
Tel. (089) 1305-652, Telex05-23916 

8500 Niirnberg 1, LorenzerstraBe 19 
Tel. (0911) 22 3892, Telex 06-22 571 

226006, 
2018-340 

POSITRON 
Bauelemente-Vertrlebs-GmbH 
7730 VS-Villingen, Niedere StraBe 64 

Tel. (077 21) 59084, Telex 07-921 515 

ELECTRONIC 2000 Vertriebs GmbH 
8000 Miinchen 80, Neumarkter StraBe 75 

Tel. (0 89) 43 40 61, Telex 05-22 561 
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AEG-TELEFUNKEN 
FACHBEREICH HALBLEITER 
Export 
P.O.B. 1109 
D-7100 Heilbronn 
Tel.: 88 21 ·Telex: 07-28 746 

Europa 
Belgien 

Societe Anonyme beige 
AEG-TELEFUNKEN 
40, Rue Souveraine 
B-1050 Bruxelles 
Tel.: 5 12 79 40 

5133970 
Telex: 21359 

Bulgarien 

E. van Hazebrouck KG 
6000 Frankfurt/Main 1 
Savigny-Str. 37 
Tel.: 0611/749041 
Telex: 04-11 071 

Diinemark 

AEG DANSK 
Electriciteits Aktieselskab 
Roskildevej 8-10 
DK-2620 Albertslund 
Tel.: 648522 
Telex: 33122 

Finnland 

Sahkoliikkeiden OY 
P.O.B. 015 
Takomontie 3 
SF-00380 Helsinki 38 
Tel.: 558855 
Telex: 12431 

Frankreich 

AEG-TELEFUNKEN FRANCE SA 
Department Composants 
Electroniques 
6, Blvd. du General Leclerc 
Bureau 612 
92115 Clichy 
Tel.: 7 393310 
Telex: 620827 

Griechenland 

Telefex AG 
101 Thessalonikis Street 
Moschaton (58)-Athens 
Tel.: (003021) 4819346 

4 81 79 46/7/8 
Telex: 2 13 487 
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GroBbritannien 

AEG-TELEFUNKEN (UK) Ltd. 
Bath Road 
Slough SL 1 4AW 
Berkshire 
Tel.: 87 21 01 
Telex: 847541 

ltalien 

AEG-TELEFUNKEN Societa 
ltaliana per Azioni 
UTECO 397 
Viale Brianza, 20 
Casella Postale 47 
20092 Cinisello Balsamo/ 
Milano 
Tel.: 92798 
Telex: 31473 

Jugoslawien 

lnterexport 
Trg Republike 5/Vlll 
P.P. 789 
YU-11001 Beograd 
Tel.: 620055 
Telex: 11240 

Luxemburg 

AEG-TELEFUNKEN 
Luxembourg S.A.R.L. 
8, Rue 1900, Postfach 2004 
Luxembourg 
Tel.: 488041 
Telex: 2513 

Malta 

L. Mifsud 
29 B St. Trophimus Str. 
Sliema 
Tel.: 301 30 
Telex: 22741 

Holland 

N.V. Electriciteits Maatschappij 
AEG Amsterdam 
Aletta Jacobslaan 7 
Amsterdam-Slotervaart 
Tel.: 5116333 
Telex: 11234 

Norwegen 

AEG-TELEFUNKEN Norge AS. 
Dag Hammerskj0lds vei 47 
Postboks 187, 0kern 
N-Oslo5 
Tel.: 156590 
Telex: 19961 

Osterreich 

bsterreichische 
AEG-TELEFUNKEN G.m.b.H. 
Brunner Str. 52 
A-1211 Wien 
Tel.: 38 1511/3836 01 
Telex: 74889 

Polen 

THM EXIMPOL S.A. 
ul. Stawki 2/Etage 28 
Postfach 81 o 
PL-00-950 Warszawa 
Tel.: 259962 
Telex: 814 640 

Portugal 

AEG-TELEFUNKEN 
Portuguesa S.A.R.L. 
Rua Joao Saraiva, 4/6 
Apartado 5149 
Lissabon 5 
Tel.: 891171 
Telex: 12173 

Rumiinien 

E. van Hazebrouck KG 
6000 Frankfurt/Main 1 
Savigny-Str. 37 
Tel.: 0611/749041 
Telex: 04-11 071 

Schweden 

SATICOAB 
Dalvagen 10 
S-17136 Solna 
Tel.: 830280 
Telex: 11588 

Schweiz 

Elektron AG 
Riedhofstrasse 11 
CH-8804 Au ZH 
Tel.: 7517 22 
Telex: 75755 



Spanien Madagaskar Brasilien 

AEG lberica de Societe lndustrielle & AEG-TELEFUNKEN 
Electricidad, S.A. Commerciale de l'Emyrne do Brasil S.A. 
General Mola 112-114 5, Rue du Dr. Rasamimanana Rua Tabare 551 
Apartado 235 B.P. 1178 Campo Grande 
Madrid 2 Antanimena-Tananarive Santo Amaro 
Tel.: 2 62 76 00 Tel.: 23741 Caixa Postal 2020 u. 8557 
Telex: 27635 Sao Paulo 

Tel.: 2 47-01 22 
Telex: 1123558 

Tiirkei Marokko 

Server Ataman ElectRa S.A. 

lstiklal Caddesi 378/4 4, Rue Canizares Ecuador 

P.K. Beyoglu 366 Casablanca Telecuador Co. Ltda. 
lstanbul-Beyoglu Tel.: 62861162 Avda Colon 430 
Tel.: 442168 Telex: 22933 P.O.Box 291A 

Quito 
Tel.: 213781 

Ungarn Reunion 
MERCATOR S.A.R..L. Societe lndustrielle & Jamaika 
Thtiktily ut 156 Commerciale de l'Emyrne 
Postfach 77 B.P. 9 Wonards Radio Kingston 
1441 Budapest XIV Saint-Denis Engineering Ltd. 
Tel.: 833177, 833163 Tel.: 1023 55112 Church St. 
Telex: 225046 Kingston 

Tel.: 2 51 95-8 

Siidafrika 

lmpectron (Pty) Ltd. Mexiko 

P.0.8. 10262 TELEFUNKEN Mexicana 
Johannesburg, 2001 S.A. de C.V. 

Afrika: Tel.: 221316/86 Poniente 146 No. 730 
Telex: 80174 Aptdto. Postal 75-158 

Angola und S. Tome 
Mexico 16, D.F. 
Tel.: 5679233 

Sociedade Luso-Alema Lda. Telex: 1775681 
Caixa Postal 1222 
Luanda 
Tel.: 7 39 60/61 /62 Uruguay 
Telex: 3137 

Ernesto Quincke S.A. 
Cerro Largo 851-879 

Kanarische lnseln Casilla Correo 379 
Montevideo 

Radio Servicio Tel.: 89721 
Albareda 138 Telex: 398122 
LasPalmas 

I Tel.: 263218 

Mittel- und Siidamerika Venezuela 

Libyen 
AEG-TELEFUNKEN 
VENEZOLANA S.A. 

Cyrenaika 
Bolivien 

8oleita Norte 
The Electronic Metal Ltda. Calle Vargas 
Arab Company Plaza Venezuela 1426 Apartado de Altamira 68912 
P.0.8. 627 Casilla 484 Caracas 106 
Benghazi La Paz Tel.: 361411 
Tel.: 95003, 95203 Tel.: 24767, 29506 Telex: 25342 
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Nordamerika 

Kanada 

Bayly Engineering Ltd. 
167, Hunt Street 
Ajax Ontario, L 1 S 1 P6 
Tel.: 839-1101-1104 
Telex: 06981293 

USA 

AEG-TELEFUNKEN 
Corporation 
570, Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs/ 
New Jersey 07632 
Tel.: 568-8570 
Telex: 135497 

Asien 

Bahrain 

Mahmood Abdulnabi Bushiri 
P.O.B. 91 
Bahrain 
Tel.: 53487 

Burma 

Myanma Export Import 
CorpoFation (Agency Division) 
No. (77/91) Sule Pagoda Road 
P.0.B. 404 
Rangoon 
Tel.: 1 34 29, 1 81 64 

Hongkong und Makao 

Jackson Mercantile 
Trading Co. Ltd. 
57, Ta Chuen Ping Street 
2nd Floor 
Kwai Chung 
N.T., Hong Kong 
P.0.B. 2904 
Tel.: 12-244121-8 
Telex: hx 74774 
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lrak 

The Swiss Watch Co. W.L.L. 
Rashid Street 
Baghdad 
Tel.: 824 76, 84533 

Iran 

AEG-TELEFUNKEN IRAN 
Kh. Karim-Khan Zand 
AEG-Building 
Teheran 
Tel.: 827143-7/830341-5 
Telex: 2679 

Israel 

ELOTAS 
Electro-Vista Industries Ltd. 
P.O.Box 2659 
Tel Aviv 
Tel.: 269-930 
Telex: 3-2387 IL 

Jordanien 

The Jordan Educational Co., Ltd. 
King Hussein Street 
P.O.B. 383 
Amman 
Tel.: 241 22/23 

Kuweit 

Salim Huneidi & Co. 
P.O.B. 102 
Kuweit 
Tel.: 81 01 22 

Singapore 

Seow Kuan Co. (Pte.) Ltd. 
4-6, Dhoby Ghaut 
Singapore 9 
Tel.: 3 03 51 /52 

Zypern 

P.M. Tseriotis Ltd. 
P.O.B. 1261 
Nicosia 
Tel.: 231 21/26 
Telex: 2534 

Australien und 
Ozeanien 

Australischer Bund 

Amalgamated Wireless 
(Australasia) Ltd. 
47, York Street 
G.P.0.Box 2516 
Sydney N.S.W.2001 
Tel.: 20233 
Telex: 21515 

Fidschi-lnseln 

Narseys Ltd. 
G.B.O.Box 145 
Suva 
Tel.: 22681 

Neu-Kaledonien 

Pacifique Radio Electricite 
29, Rue Sebastopol 
B.P. 352 
Noumea 
Tel.: 4050 

Neuseeland 

AWA 
New Zealand Ltd. 
Wineera Drive 
P.O.B. 830 
Porirna, Wellington 
Tel.: 75-069 
Telex: 31001 



Druck: Handelsdruckerei Georg Hohmann, 71 Heilbronn, RoBkampfstraBe 13 



Bauelemente 
fur Elektronik und 
Nachrichtentechnik 

Fachbereich Rohren · Postfach 4309 · 7900 Ulm 

Empfii.nger- und Verstarkerrohren 
Bildrohren tur Schwarz/WeiB- und Farbfernseh­
gerate 
Verzogerungsleitungen tur Farbfernsehen 
Ablenkmittel tur Fernsehbildrohren 
Bauteile tur Farbfernsehen 
Spezialverstarkerrohren 
Stabilisatoren, Thyratrons, 
Kaltkathodenrohren 
Gasentladungs-Anzeigeelemente 
Flussigkristall-Anzeigeelemente 
Mikrowellenrohren, Mikrowellen-Bauteile 
Senderohren, Rontgenrohren 
Elektronenstrahlrohren tur Oszillographen 
Bildwandlerrohren, Bildverstarkerrohren 
Bildaufnahmerohren 
Fotozellen , IR Detektoren 

Components 
for Electronics and 
Telecommunication Systems 

Receiving and Amplifying Tubes 
Picture Tubes for Monochrome and 
Colour TV sets 
Delay lines for Colour TV sets 
Deflecting units for TV Picture Tubes 
Components for Colour TV sets 
Special-purpose Amplifying Tubes 
Stabilizers, Thyratrons, Cold-cathode 
Tubes 
Gas Discharge Display Elements 
Liquid Crystal Display Elements 
Microwave Tubes, Microwave Components 
Transmitting Tubes, X-ray Tubes 
Cathode-ray Tubes for Oscilloscopes 
Image Converter Tubes, Image Intensifier Tubes 
Camera Tubes 
Photocells, Infra-red Detectors 

Fachbereich Rohren · Werk Berlin · Starkstromkondensatoren 
Drontheimerstr. 28-34 · 1000 Berlin 65 

Funk-Entstormittel 
MP-Kondensatoren tur Gleich­
spannung 
Motor-Kondensatoren 
Kondensatoren tur Entladungslampen 
Glattungskondensatoren ab 1 kV 
Leistungs-Kondensatoren 

Noise suppressors 
Metallised paper (MP) capacitors 
d. c. applications 
Motor capacitors 
Capacitors for fluorescent lamps 
Smoothing capacitors, ratings from 1 kV 
Power capacitors 

Fachbereich Halbleiter · Postfach 1109 · 7100 Heilbronn 

Digitale integrierte Schaltungen 
Lineare integrierte Schaltungen 
Kundenspezifierte Schaltungen 
in MOS-Technik 
Transistoren und Dioden tur 
lndustrie- und Konsumanwendungen 
Optoelektronische Bauelemente 
Sonderbauelemente 

Digital Integrated Circuits 
Linear Integrated Circuits 
Custom design MOS-Circuits 

Transistors and Diodes for 
Industrial and Consumer applications 
Optoelectronic Devices 
Special Devices 

Fachberelch Bauteile NSF · Postfach · 8500 Niirnberg 107 

Al-Elektrolytkondensatoren 
Tantal-Kondensatoren 
Kunststoff-Folienkondensatoren 
Keramik-Kleinkondensatoren 
Schicht-Regelwiderstande und Schaller 
Dicksct1ichtschaltungen 
Leiterplatten 
Schaltdioden-Tuner 
Digitale und elektronische Programmspeicher 
Potentiometertasten 

AEG-TELEFUNKEN 

AL Electrolytic Capacitors 
Tantalum Capacitors 
Plastic foil Capacitors 
Small Ceramic Capacitors 
Potentiometers Carbon Composition and Switches 
Thick film Circuits 
Printed Circuits 
Switch Diode Tuner 
Digitale and electronic Programme Memory 
Potentiometer Switching Units 




